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(54) 개선된 유전체 특성을 갖는 후막 유전체와 패턴된인구조를 구비한 전자발광 라미네이트

요약

    
패턴된 인 구조와 EL라미네이트는 AC 전자발광 디스프레이용 적,녹및 청색 서브-픽셀 인 소자를 형성하는 것을 포함
한다. 패턴된 인구조는 가시 스펙트럼의 다른 범위에서 빛을 발하는 적어도 제1및 제2인을 포함하지만, 결합된 방사 스
펙트라가 적,녹,청광을 포함하고 제1및 제2 인은 인접하여 층에 배치되고 서로 그관계를 반복하여 다수의 반복된 제1 
및 제2 인 증착물을 제공한다. 인구조는 역시 하나이상의 제1및 제2인 증착물과 연관된 하나 이상의 수단을 포함하고, 
제1 및 제2 인 증착물로 적,녹,청 서브-픽셀 인 소자를 형성하여 임계전압을 설정하여 등화하고 상대적인 광도를 설정
한다. 역시 EL라미네이트에 사용되는 개선된 유전체 층이 제공된다.
    

대표도
도 2

명세서

    기술분야

본 발명은 박막 및/또는 후막 기술을 이용하여 제조된 AC전자발광(EL)장치에 관한 것이다. 본 발명은 역시 전체 칼라 
EL장치에 관한 것이다.

    배경기술
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Wu등에 의해 1995년 7월 11일 등록된 미국 특허 제5,432,015호와 1998년 5월 26일 등록된 미국 특허 제5,756,14
7호는 후막 유전체층을 박막층과 결합하는 전자발광 라미네이트 구조와 그것을 빳빳한, 후방기판에 형성하는 전후방 형
성방법을 기술한다. 이러한 하이브리드 후막/박막기술을 이용한 고체 상태 디스플레이(SSD)는 단색(ZnS:Mn인)및 전
체 칼라(ZnS:Mn/SrS:Ce이중층 인)응용(Bailey et al., SID 95 Digest,1995)에서의 양호한 성능과 휘도(광도)를 나
타내지만 여전히 개선할 필요가 있다.
    

평평한 판넬 디스플레이를 제조하는 경쟁적인 방책으로서의 EL용 전위는 밝은, 안정된 전체 칼라를 발생하지 못하므로
서 방해받았다. 이것은 니체(niche)응용에 대한 EL만의 침투 시장을 초래한바, 거칠음, 넓은 주시 각도, 온도 민감도,
및 속응응답시간같은 기술의 반대 급부가 필요하게 된다.

    
두가지 기본적인 대안이 전체 칼라 EL장치를 제조하는 데 이용되어 왔다. 하나는 패턴된 인, 즉 한층에 교차하는 적,녹, 
청(RGB) 인소자(예를 들어 다나카등에 의해 1990년 12월 11일 등록된 미국특허 4,977,350를 참조)를 이용하는 것
이다. 이것은 세개 인이 각각의 픽셀을 형성하는 적,녹,청 서브-픽셀로 여러 단계로의 패턴을 요하는 단점이 있다. 더
우기, 세개 칼라 모두는 필요한 밝기 이득을 얻는데 현재의 가용한 EL인으로 충분히 밝게 제조될 수 없다. 다른 하나는 
다나까등에 의해 먼저 제시된 백색기술에 의한 칼라를 이용하는 것이다.(SID 88 Digest, p293 1988, 또한 1988,2월 
23일등록된 Ohseto등에 의한 미국특허 4,727,003호 참조) 백색기술에 의한 칼라에서, 인 층은 통상적으로 ZnS:Mn
및 SrS:Ce 중첩될 때 백색광을 내는 인의 층을 포함한다. 다음에 적,녹,청 서브-픽셀은 백광앞에 패턴된 필터를 놓으
므로서 얻어진다. 백 인은 전자발광 스펙트럼의 전체 가시부분상에 파장에서 빛을 내고, 필터는 각각의 서브픽셀에 대
한 칼라에 대응하는 좁은 범위의 파장을 보낸다. 이것은 상대적으로 빈약한 에너지 효율의 단점을 갖는바, 광의 높은 부
분이 필터에서 흡수되고 디스플레이의 전체 에너지 효율이 이에 따라 감소되기 때문이다.
    

전체 칼라 디스플레이에 대한 다른 요구조건은 그레이 스케일 능력으로, 즉 각각의 서브-픽셀에 대한 다수의 정의된 일
정한 광도를 발생하는 능력이다. 통상적으로, 256그레이 스케일 광도는 각각의 서브-픽셀에 대한 소정의 입력 전기 신
호에 의해 제어된 0부터 전체 광도 범위를 가르킨다. 이러한 수의 그레이 레벨은 전체 약 16 밀리언 개별 칼라를 제공
한다.

    
전자 발광 디스플레이는 픽셀과 서브-픽셀을 갖고 이것은 바른 각도에서의 전도체 줄 세트를 인 층의 다른 면에서 다
른 곳으로 차단하므로서 정의된다. 이러한 세트의 줄은 각각 열과 행으로 언급된다. 서브-픽셀은 수동 매트릭스 어드레
싱이라 불리는 어드레싱 스킴을 이용하여 독립적으로 빛난다. 이것은 펄스의 주기가 각각의 행을 어드레싱하는데 할당
된 시간보다 더 작아서 각각의 행위에 연속으로 임계전압으로 불려지는 피크전압을 전기펄스에 인가하여 행의 어드레
싱을 연속으로 한다. 한정된 독립의 피크전압인 전기 펄스는 변조전압으로 명명된다. 필요한 픽셀 칼라를 얻도록 각각
의 서브-픽셀에 필요한 순간의 광도에 따라 이것은 행을 따라 픽셀을 이루는 서브-픽셀상의 제어가능한 전압을 독립
적으각각의 행이 어드레스되는 동안에 나머지 행은 분리되거나 0가까이 전압 레벨과 연결된다. 디스플레이상에 모든 서
브-픽셀의 독립적인 구동은 어드레싱된 행위의 서브-픽셀이 빛을 내지 말도록 요한다.
    

전자발광 디스플레이에 이용되는 인은 공지되고, 호스트물질과 활성자 또는 도펀트로 이루어진다.

이렇게 예를 들어 아연 황화물 인, 또는 아연 황화물에 근거한 인을 언급할때 용어는 호스트 물질로서 순수한 아연 황화
물과 인을 포함하지만 그것은 ZnS와 ZnMgS가 다른 호스트 물질이라는 것을 이해해야 한다.

    발명의 상세한 설명

본 발명은 하이브리드 후막/박막 전자발광장치에 이용되는 후막 유전체층의 개선점을 제공한다.

 - 3 -



공개특허 특2002-0003392

 
넓게 기술하여, 본 발명의 한가지 특징은, 전방및 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL라미
네이트에서 후막 유전체층을 형성하는 방법이 제공하는 바, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하
는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법은, 인 층은 후막 유전체 층에 의해 후방 전극으로부터 
분리되고,

상기 방법은 10내지 300μm의 두께를 갖는 유전체층을 형성하도록 후막 기술에 의해 하나이상의 층에 세라믹 물질을 
증착하는 단계와;

감소된 다공성과 표면 거칠음으로 밀집한 층을 형성하도록 유전체층을 누르는 단계와;

동일 성분의 소결된, 유전체층상에 개선된 일정한 광도를 갖는 압축된, 소결된 유전체층을 형성하는 유전체 층을 소결
하는 단계로 이루어지는,전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 
유전체 층을 형성한다.

본 발명의 다른 하나의 특징은,

평면 인(phosphor) 층과;

인 층의 양면위의 전방 및 후방 평면 전극;

라미네이트를 지지하도록 충분히 빳빳한 후방기판으로 후방전극을 제공하는 후방 기판; 및

동일 성분의 압축안되고 소결된 유전체층과 비교하여 EL라미네이트에서 개선된 유전체 강도, 감소된 다공성과 일정한 
광도를 갖는 세라믹 물질로, 압축되고 소결된 세라믹 물질로 형성되고 후방전극을 제공하는 빳빳한 기판위의 후막 유전
체 층으로 이루어진, EL 라미네이트를 제공한다.

넓게 기술하여, 본 발명은 AC 전자발광 디스플레이용 패턴된 인(phosphor) 구조를 제공하는 바,

제1 및 제2 인(phosphor) 각각이 가시 스펙트럼의 상이한 범위에서 빛을 발하지만 그 결합된 방사 스펙트라(spectra)
가 적, 녹및 청색 광을 포함하는 적어도 한개의 제1 및 제2 인과;

한층에 있는 인접하여 배열된 상기 제1 인과 제2 인이 서로 교대로 여러번 반복하여 배열된 적어도 한개의 제1 및 제2 
인및;

    
적,녹,청색에 대한 필요한 광도를 발생하는 각각의 구동 변조 전압으로 비율이 서로 설정되도록, 적,녹,청 서브-픽셀 인 
소자의 상대적인 광도를 설정하고 적,녹,청 서브-핏셀 인 소자의 임계전압을 설정하여 등화하기 위해, 적어도 제1 및 
제2 인 증착물이 함께 적,녹,청 서브-픽셀 인 소자를 형성하고, 적어도 제1 및 제2 인 증착물중 하나 또는 그이상과 연
관된 하나이상의 수단으로 이루어진, AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 인 소자를 구비한 패턴된 인(ph
osphor) 구조이다.
    

또한, 적어도 제1및 제2 인 증착물은 인의 상이한 호스트(host) 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 인 구조이다.

더불어 세트 광도 비율은 작동 변조 전압의 범위상에 실제로 일정하게 남는 것을 특징으로 하는 인 구조이다 적, 녹및 
청 서브-픽셀 인 소자사이의 세트 광도 비율은 3:6:1인 것을 특징으로 하는 인 구조이다.
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바람직하게, 스트론튬 황화물 인이 SrS:Ce이고, 아연 황화물 인이 x가 0.1내지 0.3사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx
S:Mn중 하나 또는 그이상인,AC 전자발광 디스플레이에 이용되고, 제1인은 SrS:Ce이고 제2인은 x가 0.1과 0.3사이의 
ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상이고, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 
제1및 제2 인 증착물상에 SrS:Ce의 층을 더 포함하며 청색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce로 제공되며 적및 녹색 서브-픽
셀 소자가 SrS:Ce와 가 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 또는 둘로 제공되는, AC 전자발광 디스플레이에 이용
되는 EL 라미네이트로서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적및 녹색 서브-픽셀 인 
증착물상에 임계 전압 조정층을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트이다.

    
임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 상이한 두께로 형성된 인 증착물을 포함하는, AC 전
자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트는,임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 하
나이상의 서브-픽셀 인 증착물의 영역을 변경한다.임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 
하나이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어진 그룹중에서 선택된 임계 전압 조정층을 포함하고, 임계 전압 조
정층없이 패턴된 인 구조가 갖는 임계전압을 패턴된 인 구조상의 전압이 초과할 때 까지 증착된 두께에서 도통하지 않
는, EL 라미네이트로, 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물, 이진 금속 황화물, 실리카및 실리콘 산소질화물로 이루어
진 그룹중에서 선택되는, AC 전자발광 디스플레이에 이용된다.
    

임계 전압 조정층은 반토, 탄탈륨 산화물, 아연 황화물,스트론튬 황화물, 실리카 및 실리콘 산소질화물로 이루어진 그룹
중에서 선택된 것을 특징으로 하는,AC 전자발광 디스플레이에 이용되고, 임계전압 조정층은 반토와 아연 황화물로 이
루어진 그룹중에서 선택된,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

임계 전압 조정층은 적어도 제1 또는 제2 인 증착물로 매치되어 인 증착물이 아연 황화물 인으로 형성되면 인 증착물의 
필요로 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물인,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트로, 인 증착물이 x
가 0.1과 0.3사이로서 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상일때 이진 금속 산화물이 반토이고, 임계전압을 설
정하여 같게하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적어도 제1및 제2 인 증착물과 같거나 다른 화합물을 갖는, 적어도 
제1 및 제2 인 증착물상에,아래, 내에 박힌 하나이상의 위치에 증착된 부가적인 인 층을 포함한다.

제1및 제2 인 증착물은 청색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 적및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 
아연 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 아연 황화물 인 증착물위에, 아
래 및 내에 박힌 하나이상의 위치중에 하나이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어진 그룹중에 선택된 임계 전
압 조정층으로, 인은 SrS:Ce로서 인광물질과 x가 0.1과 0.3사이인 Zn 1-x Mgx S:Mn과함께 도핑되고, 임계 전압 조정
층은 Zn1-x Mgx S:Mn 인 증착물위에 위치한 한층의 반토이며, 제1및 제2 인 증착물은 적및 녹색 서브-픽셀 소자를 
제공하는 하나이상의 아연 황화물 인과 청색 서브-픽셀을 제공하는 스트론튬 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같
게하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 아연 황화물 인 증착물보다 더 두껍고 더 넓은 스트론튬 황화물 인 증착물인,
AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트이다.

인은 청색 서브-픽셀 소자인 경우에 SrS:Ce로서 인과 함께 도핑되고, 적및 녹색 서브-픽셀에는 ZnS:Mn의 층사이 Z
n1-x Mgx S:Mn로 x는 0.1과 0.3사이이고, 제1및 제2 인 증착물은 청및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황
화물 인과 적색 서브-픽셀을 제공하는 아연 황화물 인으로서, 임계전압을 설정하여 같게하고 상대적인 광도를 설정하
는 수단은 아연 황화물 인 증착물 위에, 아래와 내에 박힌 하나이상의 위치에 하나이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질
로 이루어진 그룹중에서 선택된 임계전압 조정층이며, 인은 SrS:Ce로서 인광물질 ZnS:Mn과 함께 도핑되고, 임계전압 
조정층은 ZnS:Mn 인 증착물상에 위치한 한층의 반토이다.

본 발명은 역시 본 발명의 패턴된 인 구조를 제조하는 새로운 방법을 제공하는 바, 기술하면 AC 전자발광 디스플레이용 
적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법은,

적어도 제1 및 제2 인 각각이 다른 범위의 가시 스펙트럼에서 빛을 발하지만 그결합된 방사 스펙트라가 적,녹,청색 광
을 포함하는 적어도 제1 및 제2인을 선택하는 단계와;
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인접하여 배열된 다수의 반복되는 적어도 제1 및 제2 인 증착물을 형성하도록 층에 상기 적어도 제1 및 제2 인을 증착
하고 패턴닝하여 서로 관계를 반복하는 단계와;

적,녹,청색 의 바람직한 광도를 발생하는 데 이용된 각각의 변조 전압에서 서로 비율을 세팅하도록, 적, 녹,청 서브-픽
셀 인 소자의 임계전압을 세팅하고 등화하며, 적,녹,청 서브-픽셀의 상대적인 광도를 설정하기 위해, 적어도 제1및 제
2 인 증착물중 하나 또는 그이상으로 연관된 하나이상의 수단을 제공하여, 적어도 제1및 제2 인 증착물로 적,녹,청색 
서브-픽셀 인 소자를 형성하는 단계;및

선택적으로 그렇게 형성된 패턴된 인 구조를 열처리하는 단계로 이루어진다.

바람직하게 적어도 제1및 제2 인의 패턴닝은 석판술 기술에 의해 얻어지며,

a) 적어도 적,녹 또는,청색 서브-픽셀 소자중 하나를 형성하려고 제1 인의 층을 증착하는 단계와;

b) 적,녹 또는 청색 서브-픽셀 소자중 정의되는 영역에서 제1 인을 제거하여, 제1 인 증착물을 남기는 단계와;

c) 제1 인 증착물상에 제2 인 물질을 증착하고, 적,녹및 청색 서브-픽셀 소자중 하나를 정의하는 영역에 증착하는 단
계및;

d) 인접하여 배열된 다수의 반복되는 제1및 제2 인 증착물을 남기고 제1 인 증착물에서 제2 인 물질을 제거하여 서로 
그관계를 반복하는 단계로 이루어진다.

넓게, 본 발명은 AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법을 제공하며,

a)적어도 제1 및 제2 인 각각이 다른 범위의 가시 스펙트럼에서 빛을 발하지만 그결합된 방사 스펙트라가 적,녹,청색 
광을 포함하는 적어도 제1 및 제2인을 선택하는 단계와;

b) 적어도 적,녹,청 서브-픽셀 소자중의 하나를 형성하도록 한층의 제1 인을 증착하는 단계와;

c) 포토-레지스트를 제1 인에 인가하여, 포토-마스크를 통해 포토-레지스트를 노출하고, 제1인이 적,녹,청 서브-픽
셀 소자중 하나 이상으로 정의되는 영역에서 제1인을 제거하여 제1인 증착물을 남겨놓는 단계로서, 선택적으로 에칭 용
액을 갖는 제1인을 제거하기 전에 제1 인 층이 비-수성 유기 용매로 스며드는 단계와;

d)적,녹,청색 서브-픽셀 소자를 한정하는 영역과 제1 인 증착물상에 제2 인 물질을 증착하는 단계와;

e)인접하여 배열된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 남기는 제1 인 증착물 위로부터 제2 인 물질과 레지스트
를 이륙에 의해 제거하여, 서로 관계를 반복하는 단계로 이루어진다.

리프트-오프 단계는 비-수성, 현저히 극성, 아프로틱 솔벤트 용제를 이용하여 실행되고, 적어도 인중의 하나는 알칼라
인 지구 황화물 또는 셀레나이드 인이고, 에칭 용액은 메탄올의 미네랄 산인,AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브
-픽셀 소자를 구비한다.

본 발명의 또 다른 넓은 특징은 스트론튬 황화물을 합성하는 방법을 제공하며 그 방법은,

고순도 스트론튬 탄산염 소스를 분산된 형태로 제공하는 단계와;

800내지 1200℃의 최대 온도범위까지 점차로 가열하여 반응기의 스트론튬 탄산염을 가열하는 단계와;

적어도 300℃ 까지 반응기의 유황을 가열하여 형성된 유황증기의 흐름으로 가열된 스트론튬 탄산염을 접촉시키는 단계
와;
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반응 가스속의 유황 이산화물 또는 탄소 이산화물이 1내지 10원자 퍼센트의 범위에 있는 반응 제품에서 산소-포함의 
스트론튬 분말내 산소의 양으로 연관되는 양에 도달하는 시점에서 유황의 흐름을 중지하여 반응을 종료하는 단계로 이
루어진다.

여기서 사용된 스트론튬 탄산염의 소스에 대해 " 분산된 형태" 에 의해, 스트론튬 탄산염 분망입자가 실제로 일정하게 
공정조건에 노출된다는 것을 의미한다.이것은 바람직하게 작은 배치를 이용하여 얻어지고, 반응개시전에 가스제품으로 
분해하는 휘발성, 비-오염, 증발 성분을 이용하여 얻어진다.

여기서 사용된 용어" 인" 은 충분한 전계가 인가되어 전자가 그것으로 주입될 때 전자발광을 제공하는 물질을 가르킨다.

용어" 백색(WHITE LIGHT)" 는 두개이상의 인의 결합된 방사 스펙트라를 언급할때 적,녹,청광을 제공하도록 광이 필
터링될 수 있는 식으로 인이 중첩될 때 백광이 방사되는 것을 의미한다.

용어 " 양립하는" 은 물질이 인접층과 화학적으로 반응하지 않는 것에 물질이 화학적으로 안정된 것을 뜻한다.

    도면의 간단한 설명

제1도는 백색 이중층 인과 적,녹,청 필터에 의한 통상적인 칼라로 본 발명의 후막 유전체를 구비한 EL라미네이트의 단
면도.

제2도는 본 발명의 두개 층 패턴된 인 구조와 결합한 본 발명의 후막 유전체를 구비한 EL라미네이트의 단면도.

제3도는 60Hz의 구동 주파수에서 제2도(그래프의 실선으로 도시)의 패턴된 인 구조와 제1도(그래프의 점선으로 도시)
의 백색 구조에 의한 칼라용 전압에 대해 구성된 필터링안된 광도를 비교한 그래프를 도시.

제4도는 60Hz의 구동 주파수에서 제2도의 패턴된 인 구조와 제1도의 백색구조에 의한 칼라용 전압에 대해 구성된 필
터링된 광도를 비교한 그래프.

제5도는 적.녹,청 인 서브-픽셀 소자와 얼라인을 보여주는, 여러 픽셀상에 ITO열 전극의 평면도.

제6도는 부가적인 확산 장벽과 주입층과 함께 본 발명의 두개 층 패턴된 인 구조로 EL라미네이트의 단일 픽셀의 단면
도.

제7도는 나노미터단위 파장으로 강도를 나타내는 ZnS:Mn에 대한 방사 스펙트럼에 대한 그래프.

제8도는 본 발명의 공정에 의해 합성될 때 나노미터 단위로 강도를 이루는 SrS:Ce에 대한 방사 스펙트럼의 그래프.

제9도는 전계의 출현에 인 전자 대역을 예시하는 거리에 대한 에너지의 구성도.

    실시예

등압성형 압축된 후막 유전체를 구비한 EL 라미네이트

    
본 발명은 미국 특허 제 5,432,015호에 기술된 것과 같은 후막 유전체층과 비교할 때 증가된 유전체 강도와 유전체 상
수, 현저히 감소된 빈 공간, 공간 상호연결, 다공성과 두께, 및 현저히 개선된 표면 매끄러움을 구비한 후막(thick film) 
유전체 층을 제공한다. 거기서 형성된 EL디스플레이상에 더 높고 더 일정한 광도를 제공하므로서 유전체 층의 더 부드
러운 표면이 예기치 않게 개선된다. 이러한 개선은 등압 성형(isostatic pressing) 같은 소결(sintering)이전에 후막 
유전체층을 압축하므로서 얻어진다.
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후막 유전체 층은 도면 제 1,2,5,및 6도를 참조하여 기술된다. EL 라미네이트(10)는 후방 기판(12)상에 뒤에서 앞(보
이는)면으로 건조된다. 바람직하게, 기판(12)은 기형성된 시트(sheet)같은 빳빳한 기판으로, 라미네이트(10)를 지지
하기 위해 충분한 기계적인 강도와 빳빳함을 제공한다. 양자택일적으로, 기판(12)은 녹색 타입 또는 그와 유사한 것일 
수 있어서, 라미네이트(10)에 대해 빳빳함을 제공하도록 소결된다. 이렇게, 여기서 사용되는 용어 " 빳빳한(rigid) 기
판" 은 소결후의 기판으로 언급된다. 기판(12)은 바람직하게 라미네이트(10)의 처리되는 다른 층에서 이용된 높은 소
결 온도(대표적으로 섭씨 1000도 이상)를 견딜수 있는 세라믹으로 형성된다. 반토(alumia) 시트가 가장 바람직한데, 
EL 라미네이트(10)를 지지하는데 충분한 두께와 빳빳함을 구비한다. 뒤의 전극층(14)은 기판(12)상에 형성된다. 램
프 응용을 위해, 예를 들어 빳빳한, 전기적으로 전도되는 금속 시트가 제공되므로서 뒤의 기판(12)과 뒤의 전극(14)이 
필요하다. 디스플레이 응용을 위해, 뒤의 전극(14)이 열(row)의 전도성 금속 어드레스 라인으로 이루어져서 이것이 
기판 모서리에 위치하고 기판(12) 중심에 있는다. 바람직하게 전도성 금속 어드레스 라인은 공지되었듯이 고귀한 금속 
접착제로서 스크린 프린트(screen printed)된다. 전기 접촉 탭(16)이 5도에 도시되듯이 전극(14)에서 뻗어 나온다. 
후막 유전체 층(18)이 전극(14)위에 형성되어, 단일 층 또는 다층으로 형성된다. 제 1및 2도에서, 층이 한층으로서 도
식적으로 도시되고, 제 6도에서 층이 더 두꺼운 제1 유전체 층(18)과 더 얇은 제2 유전체 층(20)을 포함한다. 하나 또
는 그 이상의 인(phosphor) 층(22)이 유전체 층(18) 또는 유전체 층(18,20) 위에 구비된다. 도 1에서, 인이 백색 디
자인으로 통상의 색깔에서 두개 층처럼 보여진다. 제 2도와 6도에서, 인 층(phosphor layer:22)은 아래에 더 상세히 
기술되듯이 본 발명의 패턴된 인의 구조(30)을 포함하도록 도시된다. 인 층(22)위에, 제3 유전층(23)이 구비된다. 선
택적인 제3 유전층(23) 위에 앞의, 투명 전극 층(24)이 있다. 앞의 전극 층(24)이 제1도와 2도에 제대로 도시되지만, 
실제로는 디스플레이 응용을 위해, 그것은 뒤의 전극(14)의 행(row) 어드레스 라인에 수직으로 배열된 열의 어드레스 
라인으로 이루어진다. 앞의 전극(24)이 바람직하게 공지된 얇은 필림 또는 석판기술에 의한 인듐 주석 이산화물(ITO)
로 형성된다. 도시되지 않았지만, 앞의 전극에 또한 전기적인 접촉이 제공된다. 제 1도와 2도가 각각 중합체 적,녹 및 
청색 필터(25a, 25b,25c) 같은 ITO 라인위의 대역 칼라 수단(25)을 도시하고, 이것이 ITO 어드레스 라인과 일렬로 
정렬된다. 도2에서, 이러한 필터(25a, 25b, 25c)가 패턴된 인의 구조(30)에서 적, 녹, 청 인의 서브-픽셀 소자(30a,
30b,30c)와 역시 일렬로 정렬된다. 또한, 도시되지 않았지만 EL 라미네이트(10)는 습기침투를 방지하기 위해 투명 실
링층으로 쌓여진다. EL 라미네이트(10)는 AC전원을 전극 접촉점에 연결하므로서 작동된다. 전압구동 회로(미도시)가 
공지되어 있다. 후막 유전체 층(18)과 조합되는 EL 라미네이트(10)가 EL램프와 디스플레이에 응용된다.
    

예를 들어 하나 이상의 장벽(barrier) 확산층(26), 주사(injection)층(28) 또는 유전체 층(각각 선택적인 제2및 제3 
유전체 층 20,23과 같은)을 포함하는 중재층이 라미네이트(10)에 포함될 수 있다는 것은 당업자가 알수 있으며, 이중
에 어느 것은 패턴된 인의 구조(30)와 연관되어 아래에 기술된다. 이렇게, 전체 명세서를 통해 EL 라미네이트가 어떤 
층을 포함하는 것으로 정의될 때, 부가적인 중간에 끼는 층은 제외되지 않는다.

일반적으로 유전체 층의 두께와 유전 상수를 설정하는 기준은 최소 동작전압하에서의 적절한 유전체 강도를 제공하기 
위해 계산된다. 이런 기준은 단일 인의 층과 단일 유전체 층의 관점에서 아래에 설명되듯이 서로 관련된다. 두 개 층의 
인또는 아래에 기술되는 패턴된 인의 구조같은 다층의 경우에, 그 기준은 다층에 대해 조절되는데, 예를 들어 전체 인의 
층의 가장 두꺼운 크기와 평균 유전체 상수의 이용에 의해 조절된다.

인의 층의 대표적인 두께(d₁)의 범위는 약 0.2와 2.5 미크론사이이고, 인의 층의 유전체 상수(k₁) 범위는 약 5내지 
10 사이이고, 유전체 층의 유전체 강도(s) 범위는 약 10의 6승내지 10의 7승 V/m이고, 본 발명의 유전체 층에 대한 
대표적인 두께(d₂)와 유전체 상수(k₂)값을 결정하도록 다음 관계와 계산이 이용될 수 있다. 이러한 관계와 계산은 
d₂와 k₂값을 결정하도록 본 발명의 범주를 벗어나지 않고 가이드라인으로 이용된다.

두 개의 도전성 전극 사이에 끼인 일정한 유전체 층과 일정한 비-전도 인 층으로 이루어진 두개 층에 걸린 전압 V는 다
음 식(1)으로 주어진다:

V = E₂*d₂+ E₁*d₁ (1)

여기서, E₂는 유전체 층의 전계 강도이고;
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E₁는 인의 층에서의 전계 강도이고;

d₂는 유전체 층의 두께이고;

d₁는 인의 두께이다.

    
상기 계산에서, 전계방향은 인의 층과 유전체 층사이의 인터페이스에 수직이다. 인이 전기적으로 브레이크 다운을 시작
하여 장치가 빛을 내기 시작하도록 인의 층에서의 전계 강도가 충분히 높은 임계전압하의 인가된 전압을 상기 식(1)이 
유지한다. 전자기 이론에서 상이한 유전체 상수를 갖는 두개 절연 물질사이의 인터페이스에 수직인 전기 변위(D)의 성
분이 인터페이스상에 연속적이다. 물질에 있어서의 이러한 전기 변위 성분은 동일한 방향으로 유전체 상수와 전계 성분
의 적(product)으로 정의된다. 이러한 관계에서, 식2는 두개층 구조의 인터페이스에 대해 유도된다. k₂*E₂= k₁*E
₁ (2)
    

여기서, k₂는 유전체물질의 유전체 상수이고;

k₁는 인 물질의 유전체 상수이다.

식 1과 2는 주어진 식3으로 결합될 수 있다.

V = (k₁*d₂/k₂+d₁)*E₁ (3)

임계 전압을 최소화하기 위해, 식3의 첫째값은 실제로 작을 필요가 있다. 인의 광(light) 출력을 최대화하도록 제2 값
이 인의 두께를 선택하는 요구조건으로 고정된다. 이러한 평가에 대해 제1 값이 제2 값 크기의 1/10로 취해진다. 이러
한 조건을 식 3으로 대치하면 식4가 나온다: d₂/k₂= 0.1*d₁/k₁ (4)

식 4는 인의 성질에 의해 유전체 층의 두께 비율을 그것의 유전체 상수로 설정한다. 인의 층이 임계전압 이상으로 전도
될 때 층의 유전체 강도가 전체 인가된 전압을 유지하기에 충분한 요구조건과는 무관하게 이러한 두께가 결정된다. 그 
두께는 식 5를 이용하여 계산된다.

d₂= V/S (5)

여기서 S는 유전체 물질의 강도이다.

상기 식과 d₁,k₁,S에 대한 합당한 값의 이용은 유전체 층 두께와 유전체 상수의 범위를 제공한다. 일반적으로, 유전
체 층의 두께의 더 낮은 범위는, 장치의 동작중에 유전체 층의 유전체 강도가 나타난 실제 전계보다 더 높도록 그것이 
충분히 두꺼워야 한다는 것이다. 일반적으로, 유전체 층(18, 20)의 결합된 두께는, 약 2.5μm만큼 높은 인의 층 두께
로, 약 10μm만큼 낮을 수 있다.

후막 유전체 층(18)을 만드는 방법은 이제 바람직한 물질과 공정 단계로 기술된다.

    
유전체 층(18)은 전자/반도체 산업에서 공지된 후막기술에 의해 증착된다. 층(18)은 바람직하게 강유전성 물질로 이
루어지고, 가장 바람직하게 회티탄석 수정 구조를 가진 것으로 인의 층(22)의 것과 비교하여 높은 유전체 상수를 제공
한다. 물질은 라미네이트10에 대한 합당한 작동 온도(일반적으로 섭씨 20-100도)상에 500의 최소 유전체 상수를 갖
는다. 더 바람직하게, 유전체 층 물질의 유전체 상수는 1000이나 그보다 크다. 층에 대한 예를 든 물질은 BaTiO₃, P
bTiO₃,리드 마그네슘 니오베이트(niobate:PMN)및 PMN-PT를 포함하고, 물질은 리드와 마그네슘 니오베이트및 티
타네이트를 포함하는 바, 후자가 가장 바람직하다. 그러한 물질은 유전체 분말로 공식화되거나 상업적 접착제로 얻어진
다.
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후막 증착 기술은 공지된 기술로서 녹색 테이프(green tape), 롤 코팅(roll coating)및 닥터 블레이드(doctor blade) 
응용 같은 것이 있지만 스크린 프린팅이 가장 바람직하다. 상업적으로 이용가능한 유전체 접착제가 이용될수 있고, 추
천된 소결 단계가 접착제 제작자에 의해 설정된다. 접착제가 선택되거나 공식화되어 고온, 대표적으로 섭씨 800-100
0도에서 소결이 허용된다. 유전체 층(18)이 단일 또는 다층에서 스크린 프린트된다. 낮은 다공성, 높은 결정도(cryst
allinity)및 최소 갈라짐을 얻기 위해 건조시키거나 굽거나 소결시키는 각 증착을 따라 다층이 바람직하다. 유전체 층(
18)의 증착된 두께(즉, 압축전에)는 소결후 유전체 상수에 따라 변하고, 인 층(22)과 제2 유전체 층(20)의 유전체 상
수와 두께에 따라 변한다. 또한, 증착된 두께는 후속의 등압성형 압축과 소결단계에 의해 실행된 증가된 유전체 강도의 
정도에 따라 변한다. 일반적으로 유전체 층(18)의 증착된 두께는 10내지 300μm의 범위에 있고, 가장 바람직하게는 
25~ 40μm이다.
    

    
압축은 물질을 소결하기 전에 10,000내지 50,000psi(70,000- 350,000kPa)의 고압으로 결합된 기판, 전극, 유전체 
층 부분을 냉 등압성형 압축함으로써 바람직하게 실행하는 반면에, 유전체 층(18)과 접촉하여 실링된 백의 부분을 비
-스틱 물질로 덮어 쒸운다. 두께는 약 10-20μm(모든 수는 소결후의 것으로 언급)로서, 바람직하게 20내지 50%만
큼 바람직하게는 약 30내지 40% 감소된다. 소결후에 약 10의 요소만큼 표면 거칠음을 감소시키고 약 50%만큼 표면 
다공성을 감소시킨다. 소결후에 마지막 다공성은 20%이하이다. 소결후에 유전체 강도는 1.5 또는 그 이상의 인자만큼 
개선된다. 5.0x 10ⁿ보다 더 큰 유전체 강도가 소결후에 얻어진다. 본 발명에 따른 등압성형적으로 압축된 후막 유전체 
층으로 형성된 EL디스플레이가 디스플레이상에 더 높은 광도와 더 일정한 공도를 보여주고, 후막 유전체 층이 한번 압
축되면, 프린팅 결점에 따라 유전체 브레이크다운에 대해 휠씬 감소된 감도를 갖는다.
    

    
더 얇은 제2의 유전체 층(20)이 바람직하게 압축되고 소결된 유전체 층(18)위에 구비되어 부드러운 표면을 제공한다. 
유전체 층(18)의 것보다 더 작은 유전체 상수를 갖는 제2 세라믹 물질로 그것은 형성된다. 약 1내지 10μm의 두께, 바
람직하게는 약 1내지 3μm가 보통 충분하다. 이러한 제2 유전체 층(20)의 필요한 두께가 일반적으로 부드러움의 함수
로 부드러운 표면이 얻어진다면 층은 가능한한 얇게 된다. 부드러운 표면을 제공하기 위해, 졸 겔(sol gel)증착 기술이 
바람직하게 이용되고, 또한 금속 유기 침전물(metal organic deposition: MOD)로 언급되는 기술이 세라믹 물질로 변
환하기 위해 고온 히팅 또는 발화(firing)가 따른다. 졸 겔 증착 기술은 공지되어 있고, 예를 들어 1989년 The Instit
ute of Metals 간행된, R.W.Jones저의 " Fundamental Principles of Sol Gel Technology" 참조. 일반적으로, 졸 
겔 공정은 콜로이드 겔 또는 중합시키는 고분자 망 같은 용액의 생성이전에 물질이 졸의 분자 레벨로 혼합되도록 하는 
반면에 여전히 용제를 유지한다. 용제는 제거될 때 고체 세라믹을 높은 레벨의 좋은 다공성으로 남게 하여, 표면 프리 
에너지의 값을 올리고, 상기 고체를 다른 기술을 이용하여 얻을 때보다 더 낮은 온도에서 불이 붙고 농후하게 되도록 한
다.
    

    
졸 겔 물질은 부드러운 표면을 얻는 방식으로 제1 유전체 층(18)에 증착된다. 부드러운 표면을 제공하는 데 더하여, 졸 
겔 공정은 소결된 후막 층에서 기공의 주입을 용이하게 한다. 스핀(회전) 증착 또는 디핑(담금)이 가장 바람직하다. 스
핀 증착을 위해, 졸 물질이 고속, 대표적으로 수천 RPM으로 돌아가는 제1 유전체 층(18)에로 떨어진다. 졸은 필요하
다면 여러 단계로 증착될 수 있다. 층(20)의 두께는 졸 겔의 점도를 변경하고 회전속도를 변경함으로써 제어된다. 회전 
후에, 얇은 층의 마른 졸이 표면위에 형성된다. 졸 겔 층(20)이 일반적으로 섭씨 1000도 이하로 가열되어 세라믹 표면
을 형성한다. 졸이 역시 디핑으로 증착된다. 코팅될 표면이 졸 속으로 담겨서 일정 속도 보통 매우 천천히 당겨진다. 졸
의 점도와 당기는 속도를 변경함으로써 층의 두께가 제어된다. 층의 두께를 이러한 속도로 조절하는 것이 더 어렵지만 
졸은 역시 스크린 프린팅되거나 스프레이 코팅된다.
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제2 유전체 층(20)에 사용된 세라믹 물질은 바람직하게 강유전성 세라믹 물질로서, 바람직하게 회티탄석 수정 구조를 
구비하여 높은 유전체 상수를 제공한다. 두개 층(18,20)상에 전압 변동을 피하기 위해 유전체 상수는 바람직하게 제1 
유전체 층 물질의 것과 유사하다. 그러나, 제2 유전체 층(20)에 이용된 더 얇은 층으로, 약 20 만큼 낮은 유전체 상수
가 이용되지만 바람직하게 100보다 더 크다. 예를 든 물질은 제1 유전체 층(18)에 이용된 리드 지르코네이트 티타네이
트(lead zirconate titanate: PZT), 리드 란타움 지르코네이드 티타네이트(PLZT) 및 Sr,Pb및 Ba의 티타네이트를 포
함하고 PZT와 PLZT가 가장 바람직하다.
    

증착될 다음 층이 위와 아래에 설명된 하나 이상의 인의 층(22)이다. 그러나, 본 발명의 범주 내에 확산층과 주입 목적
으로 부가적인 층을 포함하는 것이 가능하다. 인의 층(22)은 전자 빔 증발기로의 진공 증발같은 공지된 박막 증착 기술
로 증착된다. 아래 기술되듯이, 특히 본 발명의 패턴된 인의 구조가 바람직하다.

인의 층(22)위의 투명한 유전체 층(23)이 포함되고, 필요하다면 전면 전극(24)이 따른다. EL 라미네이트(10)가 열처
리되어 유리같은 실링 층(도시안됨)으로 봉인된다.

확산 장벽 층

본 발명은 바람직하게 박막 유전체 층(18,20)위의 확산 장벽 층(26)과 인의 층(22) 아래 특히, 아래 기술된 패턴된 
인의 구조(30)를 제공한다. 확산 장벽 층은 제6도에 도시된대로 인의 층(22) 양쪽 위에 바람직하게 제공된다. 대안으
로, 확산 장벽 층이 아래 예로 설명되듯이 본 발명의 패턴된 인 구조 내에 제공될 수 있다.

    
양호한 확산층은 깨진 곳과 핀홀이 없어야 한다. 이러한 것들은 열적 팽창 계수 매칭, 스트레스 릴리프(stress relief) 
및 코팅 기술을 통해 제거될 수 있다. 필림을 포함하는 알갱이의 성질과 크기에 좌우되는 알갱이 경계 확산또는 수정 격
자 확산에 따른 나머지 확산이 있는데 이것은 원자 밀도에 좌우된다. 핀홀과 깨진 조각을 통한 확산은 그것이 광도에 있
어 일정한 시간 저하보다는 시간에 따라 증가하는 핀홀 또는 깨진 크기에 광도의 공간적인 변화를 초래하는 점에서 알
갱이 경계 또는 격자 확산과 구분될 수 있다. 확산 장벽층의 증착된 알갱이를 가능한 한 크게하므로서, 수정 격자 확산
보다 더 빠른 알갱이 경계 확산이 최소화될 수 있다. 이것은 알갱이 경계의 영역 밀도를 최소화시킨다. 즉시 인접한 층
과 접촉하는 장벽 막의 화학적 비활성이 장벽층의 완전을 보존하는데 필요하다.
    

    
실리카(silica), 반토, 또는 아연 황화물 확산 장벽층이 이용될 때 인의 광도 안정성이 개선된다. 상이한 물질로 이루어
지는 얇은 100Å 주입층(28)이 장벽층(26)과 인의 구조(30)사이에 끼일지라도 향상된다. 이렇게, 본 발명에 따라 확
산 장벽층(26)은 정확한 화학양론적 조성을 갖는 화합물로 형성된다. 실리콘-산소, 알루미늄-산소 및 아연-유황 이
진 시스템에 대한 위상 다이어그램(phase diagrams)은, 반토, 실리카 및 아연 황화물이 오직 세밀하게 화학양론적 조
성으로서만이 존재한다는 것을 보여준다. 대비하여, 이트리아-산소(yttria-oxygen) 및 하프니움-산소(hafnium-o
xygen) 위상 다이어그램은, 이트리아가 산소에서 약 1원자 퍼센트 결함까지 존재할수 있고 하프니아가 산소에서 약 3
원자퍼센트 결함까지 존재할 수 있다는 것을 보여준다. 이렇게, 이러한 후자 두개의 물질이 코팅으로 증착될 때 비슷하
게 현저한 산소 불충분이 있다. 확산 장벽층의 화학양론과 실험적인 안정성 데이타의 비교는 세밀한 화학양론적 세라믹 
물질이 효과적인 확산 장벽을 제공한다는 증거를 제시한다.
    

    
위에 기술한 것에 근거하여, 확산 장벽으로서 알맞은 물질이 예견될 수 있다. 인접한 층의 출현에 활성이 없고 핀홀 또
는 깨진 것이 없이 증착될 수 있고 세밀하게 화학양론적인 금속-포함하는 전기적으로 절연된 이진 화합물(유전체)이 
바람직한 물질이다. 물질에 대한 이진 위상 다이어그램을 검사함으로써 후자의 특징이 확실해질 수 있다. 가장 낮은 격
자 확산을 제공하는 화합물이, 바람직하게는 화학양론적 비율로부터 0.1 이하의 원자 퍼센트 이탈된 그들 구성요소의 
매우 작은 범위의 비율상에 오직 화합물이 존재하기 위한 것이다. 화학양론적 비율로부터의 이탈은 결함있는 요소 대신
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에 텅비는 것의 형성을 수반한다. 전자발광 디스플레이에 대한 유전체 물질로서 공지된 물질 사이에, 반토, 실리카 및 
아연 황화물은 그러한 화학양론적 화합물의 예이다.
    

주입층

본 발명은 특히 아래 기술될 패턴된 인의 구조(30)로서, 인의 층(22) 다음에 확산 장벽층(26) 위의 주입층(28)을 포
함한다. 층은 바람직하게 인의 층(22)과 접촉하여 인의 층(22)의 양쪽면 위에 구비된다. 대안으로, 아울러 주입층은 
아래 예에 기술되듯이 본 발명의 패턴된 인의 구조 내에 제공된다.

본 발명의 특징은 주입층 물질에 대한 선택 기준이 확산 장벽물질과 다른 것을 발견하고, 따라서 더 좋은 결합한 유용성
은 이들 기능들을 위해 두 개의 구별되는 층을 사용하여, 확산 장벽과 주입층 특징들을 제공하는 것에 의해 획득된다. 
후막 유전체 조성물 및/또는 인 조성물과 함께 만족할 수 있는 확산장벽 및 주입 특징들은 같은 물질에서 발견될 수 있
는 가능성이 있다.

    
이 층의 목적은 인에 주입된 전자에 대한 효과적인 주입 특성들을 제공하는 것이다. 그 목적은 인에 주입된 전자 및 빛
으로 에너지의 연속적인 변환과 연관된 광학 에너지 효율을 최대화하기 위해 선호되는 에너지 범위 내에서 인으로 주입
된 인의 단위 영역당 전자 수를 최대화하는 것이다. 일반적으로, 접촉면에서 최대 전자수가 대부분 효율적인 전자광학 
효율의 결과인 제한된 범위의 에너지들과 함께 언급되기 위해 주입층 인의 접촉면이 계획에 의해 이루어진다. 문헌은 
많은 수의 접촉면에서 데이타를 나타낸다. ZnS 인을 가지고, 하프니아 및 산화이트륨은 실리카 및 반토보다 더 높은 주
입 효율을 제공하는 것이 알려졌다. SrS:Ce를 가지고, 비록 이것이 ZnS가 SrS:Ce에 더 적합하기 때문에 기능에서 확
산 장벽층 이상의 ZnS층을 형성할지라도, 순수 ZnS는 반토, 하프니아 또는 실리카보다 더 큰 효율을 제공한다. 일반적
으로, 주입층(28)은 더 좋은 주입 효율에서 선호되는 범위의 에너지내에서 더 많은 에너지를 갖기 위해, 그것의 화학양
론적 비율로 부터 약 0.5% 원자일탈 이상을 가지는 그것의 조성물에서 비화학양론적인 유전체, 이성분 물질이다.
    

패턴된 인 구조

본 발명의 패턴된 인 구조(30)는 도 2,5 및 6에서 보여준다. 두개 층에 패턴된 인 구조를 가리키는 실시예 2와 하나의 
층에 패턴된 인 구조를 나타내는 실시예 3,4 및 5에서 아래와 같이 설명된다.

    
본 발명의 패턴된 인 구조(30)에 결합한 EL 적층판(10)은 위에서 설명한 것과 같이 EL 적층판(10)의 모든 층을 포함
한다. 그 패턴된 인 구조(30)의 기술은 하나 또는 약간의 픽셀에 제공되나, 다중 픽셀은 EL 디스플레이의 EL 적층판(
10)을 주기적으로 가로질러 반복된다. 그 점에서, 하나의 픽셀을 함께 형성하는 행(row) 및 열(column) 전극들의 세 
개의 보조픽셀은 각각 적색, 청색 및 녹색 필터들(25a, 25b 및 25c)로 정렬되고 그리고 적색, 청색 및 녹색 인 보조픽
셀 원소들(30a, 30b 및 30c)로 정렬된다.
    

    
패턴된 인 구조(30)는 근접하게 배열된 반복되는 인 증착의 과반수를 형성하기 위해 적어도 하나의 층에서 가시 스펙
트럼의 다른 범위에서 빛을 발산하는 증착 및 패턴된 두개 이상의 인에 의해 유전체 층(18 또는 20) 또는 오히려 확산 
장벽 및 주입층(26, 28)에 형성된다. 그 패턴은 석판술 또는 섀도우마스크 패턴에 의해 이루어지나 석판술이 더 선호
된다. 본 발명에 따르면, 석판술은 하나의 포토마스크가 사용된 것과 같이 조금 포함하는 음성 포토레지스트 및 리프트
오프을 가진 석판술 방법을 사용한다. 이 과정은 주로 아연 황화 인과 함께 수분에 민감한 스트론튬 황화 인 패턴에 유
리하나, 다른색, 주로 가수분해에 참여하는 셀렌나이트 인 또는 알칼리 토금속 황에 적용된다.
    

첫번째 인의 첫번째 층은 하나 이상의 적색, 녹색 또는 청색 보조픽셀 원소를 형성하기 위해 알려진 기술에 의해 석출된
다. 주로 첫번째 층은 청색 또는 녹색 보조픽셀 원소를 형성하기 위한 스트론튬 황화 인이다.
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음성 레지스트는 다음의 과정동안에 레지스트가 노출되는 상승 온도에서 그것의 우세한 안정성과 비수용액과 함께 사
용되는 능력 때문에 사용된다. 폴리이소프렌에 기초한 음성 레지스트가 선호된다. 마치 높은 온도에서 노출되기 전에 
자외선 양생을 깊게 하기 위한 첫번째 주제인 양성 레지스트와 같이, 폴리이미드에 기초한 것들과 같이 선택적으로 음
성 레지스트가 사용될수 있다. 매우 높은 해상도 패턴이 요구된다면, 노출광량보다 e-빔 기록을 사용하면서 노출된 양
성 레지스트가 사용된다.
    

노출 과정은 모든 인패턴 단계를 통한 한개의 마스크 사용이 요구되고, 다중마스크 과정이상으로 그 과정들은 석판술에
서 사용된다. 음성 레지스트는 그들이 빛에 노출될때 현상제 화학제에서 불용성이 될 수 있는 특성을 가진다. 따라서, 
패턴 마스크는 청색, 청색와 녹색, 보조픽셀 원소와 대응하는 영역이상에서 레지스트의 노출을 할당하도록 고안된다.

    
노출에 따라서, 그 레지스트는 적색과 녹색, 또는 적색, 보조픽셀 원소를 형성하기 위한 영역에서 인을 제거하기 위해 
산부식에 앞서 현상되고, 헹궈지고 그리고 찌꺼기가 제거된다. 부식은 인 구멍에 침투하기 위해, 주로 극성, 비수용액, 
유기용매, 주로 메탄올에서 처음으로 담그는 것을 선행했다. 부식은 무기산의 음이온을 가진 첫번째 인의 반응 생성물
을 용해하는 비수용액, 극성, 유기용매에서, 무기산 또는 무기산의 음이온을 포함하는 부식용액으로 이루어진다. 비수
용액에 의해서 물의 양의 1% 이하, 바람직하게는 0.5% 이하를 가지는 용매를 의미한다. 무기산은 불화수소산, 염화수
소산, 황산, 질산, 인산과 브롬화수소산, 또는 가장 선호되는 염화수소산과 인산을 가지는 그들의 혼합물을 포함한다. 
비수용액, 극성, 유기용매는 메탄올을 선호한다. 무기산은 포함되는 수분의 양을 제한하기 위해서 부식 용액에서 그것
의 농축된 형태로 사용된다. 일반적으로, 농축된 무기산의 양은 부피의 0.1 내지 1%의 범위이다. 첫번째 인을 가진 부
분은 노출되지 않은 범위의 스트론튬 황을 용해하기 위해 이 부식용액에 담근다. 메탄올에서 0.5% 염산, 또는 메탄올
에서 0.1% 염산과 0.1% 인산의 부식용액은 실시예의 전형적인 예이다.
    

    
적색과 녹색, 또는 적색, 보조픽셀 원소를 위한 두번째 인 또는 선택적인 두번째와 세번째 인은 노출된 레지스트로 도금
된 첫번째 인과 첫번째 인을 제거된 영역 위에 증착된다. 주로 두번째, 또는 두번째와 세번째, 인들은 아연황화인이다. 
이점에서, 주입층 또는 한계전압 조절층과 같은 부가층은 두번째, 또는 두번째와 세번째 위 인에 증착된다. 선택적으로, 
그러한 부가층은 그들의 요구되는 배치에 따라 첫번째 인 증착 전이나 첫번째 인의 제거후에 증착된다. 또 다른 선택할 
수 있는 하나는 두번째와 세번째 인 사이에 그러한 부가층을 증착하는 것이다. 이 석판술 방법은 유연성의 큰 범위에서 
허용된다.
    

    
두번째 인층과 어떤 세번째 인 또는 부가층은 선택적으로 리프트오프 단계에 의해 첫번째 인 위의 영역에서 제거된다. 
주로 용매 용액은 우세하게 극성, 비양성자성 용매가 사용되고, 중요한 인의 가수분해를 일으키지 않는 충분히 빠른 시
간내에 레지스트의 제거가 허용된다. 아연황화인의 리프트오프 때문에, 톨루엔에서 메탄올의 최소의 용액(양의 50%까
지, 바람직하게 약 5내지 20%, 더욱 바람직하게는 약 10%)이 바람직하다. 특유한 인을 포함하는 아세토니트릴, 디에
틸카보네이트, 디메틸에테르, 디메틸폼아마이드, 테트라하이드로퓨란과 디메틸설파이드와 같은 다른 비수용액, 극성, 
비양성자성 용매가 사용된다. 사용된 특유한 용매는 적당한 경과시간에서 레지스트를 제거하는 인의 최소화 가수분해를 
선택한다.
    

    
패턴된 인의 첫번째 층은 보조픽셀 원소에서 요구되는 한계전압 및 광도를 이루기 위해, 첫번째, 두번째 또는 세번째 인
과 같거나 다른 인 물질의 다른 층에 의해 덮힌다. 선택적으로, 보조픽셀 원소에서 한계전압과 광도는 인 아래, 사이 또
는 위에 증착된 적당한 한계전압 조절층으로 설정된다. 더욱이, 인 퇴적의 두께는 보조픽셀 원소의 요구되는 상대적인 
광도을 설정하고 한계전압을 일정하게 수정한다. 위에서 언급한 다른 또는 부가적 선택할수 있는 하나는 보조픽셀 원소
의 요구되는 한계전압과 관련된 광도를 달성하기 위해 보조픽셀 원소 또는 인의 조성물과 불순물들의 하나 이상의 영역
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에 부합된다.
    

본 발명의 석판술 방법은 보조픽셀 원소의 한계전압과 관련된 광도을 설정하기 위해 위 매개변수 및/또는 층 조절에서 
큰 유연성을 허용한다.

위의 패턴된 인구조(30)는 인구조(30)의 아래쪽에 위치한 행(row) 전극(14)에 수직한 열(column) 전극(24)을 정
의하기 위해 두번째 유전체층(28)과 패턴된 투명한 전도체가 형성된다.

Zn1-x Mgx S:Mn이 인으로 사용될 때, x의 값은 약 0.1내지 0.3 사이이고 더욱 바람직하게는 약 0.2 내지 0.3 이다. 
SrS:Ce가 인으로서 사용될 때, 인과 함께 도프로 처리된다.

a) 픽셀 실행에 영향을 주는 요인

이 부분은 보조픽셀 원소에서 사용된 인 및 특유의 두께의 선택에 관한 기준을 위한 가이드를 제공한다. 다음 부분에서, 
두께의 기준은 바람직하고, 전형적인 인에 대해 논의된다.

    
높은 픽셀 에너지효율은 전기발광 디스플레이를 위한 높은 광도 및 높은 에너지 총합효율을 얻기 위해 요구된다. 요구
되는 파장범위 내에서 빛의 세기의 비율로서 정의되는 픽셀 에너지효율은 픽셀에 전력 입력에 의해 나누어지는 픽셀의 
표면으로부터 발산된다. 제곱 미터당 와트에서 표현할 수 있는, 빛의 세기는 잘 알려진 관계를 사용하면서 제곱 미터당 
칸델라로 표현되는 픽셀의 광도와 직접적으로 관련된다. 이들 관계는 빛의 색 또는 파장의 차이를 인간의 눈에 대한 민
감성을 설명하는 파장 요소 뿐만 아니라 보조픽셀로 부터 빛의 각각 분포 기능이다. 다음의 논의는 픽셀 에너지효율에 
영향을 미치는 인자를 상세히 설명한다. 이 효율은 몇가지 독립 인자의 생산물로써 표현된다. 전자 주입효율, 전자 증식
효율, 활성제 들뜸효율, 복사선 붕괴효율 및 빛 추출효율로 정의된다. 이들 다섯개 인자들중 네개는 아래에서 논의되는 
것과 같이 인 필름의 두께에 의존한다.
    

1. 전자 주입효율

    
전자 주입효율은 보조픽셀에 전력을 입력하는 표시된 보조픽셀의 인층으로 주입된 뜨거운 전자의 에너지 흐름의 비율
로서 여기서 정의된다. 일반적으로 주입은 표면 상태 또는 인과 직접적으로 조절 유전체층 사이의 접촉면 가까이로부터 
인으로 터널링하는 전자에 의해 발생된다. 도 9에서 수를 언급하면서, 전형적으로, 32에서 보여주는 표면상태에서 전자
의 에너지는 인 물질에서 전자 전도띠의 바닥 아래에 놓인다. 전극전위차가 인을 통해 적용될때, 34에 보여주는 전도띠 
바닥은 36에서 보여주는 접촉면으로부터 거리에 비례하여 감소한다. 이 비례하는 감소의 기울기는 적용되는 전위에 비
례하고 인의 두께에 반비례한다. 만약 접촉면(36)과 전도띠(34)의 바닥에서 첫번째 지점 사이에서 거리(터널링 거리
(38))가 표면상태(32)에서 전자의 에너지와 대략적으로 같고, 충분히 작고, 일반적으로 약 나노미터라면 터널링이 발
생한다. 이 거리는 인층을 통한 전위의 증가 또는 고정된 전위에서 인의 두께의 감소에 발생하는 터널링하는 그 지점에
서 감소한다.
    

    
주입되는 전자 모두가 " 핫(hot)" 전자가 되는 것은 아니다. 일반적으로, 인층에 주입되는 표면 전자에 에너지가 분포
한다. 만약 표면 전자와 전도띠의 바닥사이에 에너지 차이가 너무 작다면, 전자는 낮은 에너지의 인으로 주입된다. 낮은 
에너지 또는 " 콜드(cool)" 전자는 강하게 인 호스트 물질과 상호작용하기 쉽고 발생되는 빛 없이 그들의 에너지를 잃
는다. 따라서, 핫(hot) 또는 빛-발생 전자들의 일부분은 인 및 직접적으로 사용되는 조절 유전체 물질의 역할을 한다. 
위에서 설명된 전자 주입모델은 인을 통한 상수 전기장의 일탈을 생성하는 인 층내의 트랩된 양성 및 음성 전하의 존재
에 의해 일그러진다. 그럼에도 불구하고, 적절한 인 두께의 선택에 의해 핫(hot) 전자 주입효율을 가장 효율적으로 활
용하기 위한 일반적 원리는 변함이 없다.
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인 층을 통한 전위된 전위에 관하여 일반적으로 전자 주입효율은 전자장 세기가 감소되어 주입 터널링 확률이 감소하기 
때문에 인 두께의 기능이 감소한다. 전자회로의 전압과 전류 운송용량에 의해서 통상적으로 선택되는 보조픽셀을 통하
는 전위는 보조픽셀과 보조픽셀에서 요구되는 한계전압을 작동시키기 위해 사용된다. 앞서 설명된 것과 같이, 인층을 
통하는 이 전압의 일부분은 인 및 인층과 결합하여 사용된 유전체 층의 두께 및 유전체 상수로서 작용한다. 터널링 확률
이 떨어질 때 픽셀에서 전압 입력의 큰 부분이 보조픽셀에서 제공되는 전류를 전도체에서 저항성의 손실 뿐만 아니라 
픽셀의 유전체층에서 저항성 및 유전체 히스테리시스로 손실되어 낭비되기 때문에 주입 효율이 감소한다. 이들 손실의 
원천은 위에서 논의된 것과 같은 높은 유전상수를 가지는 유전체층의 사용을 통해 최소화한다.
    

2. 전자 증식 효율

전자 증식 효율은 핫전자의 낮은 유동율로 아래서 설명된 전자 증식 과정을 통한 많은 핫전자의 발생과 관련된 에너지 
변환효율로서 정의된다.

    
전자 증식은 적용된 전자장에 응한여 인 호스트 물질에서 가속된 전자는 전도띠에서 움직일 수 없는 최외곽 밴드로부터 
추출되는 두번째 전자를 발생시키는 현상에 의존한다. 그 두번째 전자는 적용된 장에 응하여 가속화된다. 이러한 발생
때문에, 초기의 전자는 도 9의 40에서 보여준, 최외곽 밴드의 위에서 적어도 띠 에너지 간격의 두배와 같은 에너지를 
갖는다. 전자 증식은 몇 개의 주입된 전자로부터 많은 가속된 전자를 생산하기 위해 직렬이 되게 하는 과정이다. 증식인
자는 인층을 통해 적용된 전위가 증가하는 것과 같이 증가한다. 인을 통한 고정된 전위 때문에 전자 증식 효율은 비교적
으로 얇은 인층에 대해서 가장 높고, 전자장 세기는 비교적으로 높고, 증식 결과들 사이에서 거리 전자운행은 비교적으
로 낮다. 감소하는 거리운행은 전자가 에너지를 잃고 직렬이 되게 하는 과정으로 부터 일탈하기 위해 인 호스트 결정격
자로부터 흩어지는 확률이 낮아진다. 만약 주입된 전자의 밀도가 비교적 낮다면, 전자 증식에 유용하다.
    

전자가 인 호스트 물질의 최외곽 밴드로부터 전도띠로 촉진될 때, 전자 증식과 전하 주입과정은 발생되는 양성전하에 
의해 영향받는다. 이들 전하들은 반대방향에서 적용된 전위에 응하여 이동할 수 있고, 주입되는 초기 전자와 접촉할 수 
있다. 이 이동의 촉진은 적용된 전위에 의해 유도되는 인내에서 전자장을 일그러지게 하는 경향이 있는 인 필름 내에서 
전하의 증강을 최소화한다. 인층이 비교적 얇고 추진 전자장이 비교적 크다면, 홀(hole)이동 비율은 증가한다.

3. 활성제 들뜸 효율

활성제 들뜸 에너지는 더 효과적 또는 활동적 상태를 촉진하기 위한 활성제 원자에서 전자를 일으키기 위한 핫전자의 
일부분으로서 정의된다.

    
인에서 빛방출 센터 또는 활성제는, 핫전자들은 그것들과 충돌할 때 들뜬 상태를 촉진시키기 위한 전자들, 호스트 물질
을 통해 흩어지는 도팬트(dopant) 원자들이다. 방출되는 원자에서 전자들은 방출되는 광자를 야기하는, 그들의 보통 
바닥상태로 되돌릴 수 있다. 들뜸과정은 활성화라 불리운다. 인의 발광은 광자가 발생되는 비율에 비례한다. 이 비율은 
앞의 단락에서 논의된 인자에 의해서 조절되는 도팬트 원자에 투사하는 핫전자의 유량의 변화에 비례한다. 활성제 과정
의 효율은 투사 핫전자에서 도팬트 원자에 의해서 보여주는 교차 부분과 관련된다. 이 효율은 대부분 인의 호스트 물질
에서 도팬트 원자의 지역적 환경에 의해 결정되고, 인의 두께에 의해 강하게 영향받지 않는다.
    

4. 복사선 붕괴효율

복사선 붕괴효율은 보조픽셀 광도의 때문에 적당한 에너지를 가진 광자를 발산하는, 그들의 바닥상태를 붕괴하는 들뜬 
도팬트 원자들의 일부분으로서 정의된다.
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도팬츠 원자가 활성화될 때, 인의 광도에 기여하는 광자의 발생의 결과인, 다양한 과정에 의해서 그것의 초기의 또는 바
닥상태로 되돌릴 수 있다. 광자는 광도에 효과적으로 기여하는 것으로 간주되는 요구되는 빛(적색, 녹색 또는 청색)의 
색에 대한 파장범위에 대응하는 에너지를 갖는다. 복사선 붕괴효율에 영향이 있는 인자중의 하나는 도팬트 원자 지점에
서 나타나는 지역 전자장이다. 인층을 통한 총 전위에서 뿐만 아니라 인두께와 차례로 관련된다. 만약 전자장의 세기가 
너무 강하다면, 필드 소멸(field quenching)이라 불리는 과정이 발생한다. 도팬트 원자에서 들뜬 전자는 원자로 부터 
제거되고 호스트 물질의 전도띠로 주입되는 증가하는 확률을 가진다, 제거된 원자는 결국에 복사선 붕괴효율에서 감소
하는 일어나는 광자 방출에서 귀착되지 않는 충돌과정에서 그들의 에너지를 잃는다. 도팬트 원자 지점에서 높게, 외부
적으로 적용된 전자장의 존재는 광자가 요구되는 색에 기여하는 범위 내 또는 밖에서 그것을 움직이며 발산된 광자의 
파장을 바꾼다.
    

일반적으로, 지역 전자장 세기가 필드 소멸(field quenching)이 발생되는 값보다 아래일 때 그 복사선 붕괴 효율이 매
우 높다. 인층을 통한 고정된 전위때문에, 인의 두께가 증가한다면, 필드의 세기는 감소한다.

5. 빛 추출 효율

빛 추출 효율은 보조픽셀의 앞 표면을 통해 방출되는, 따라서 직접적으로 광도에 유용하게 기여하는 인(phospor) 내에
서 발생되는 보조픽셀 광도에 기여하기 위해 요구되는 에너지 범위내에서 인의 일부분으로서 정의된다.

    
인 물질내에서 활성제에 의해 발생되는 모든 빛이 광도를 유용하게 제공하기위해 인으로부터 추출되는 것이 아니다. 전
형적으로 인내에서 발생되는 어떤 빛은 인의 표면 또는 보조픽셀 구조 내에서 다른 표면으로부터 반사된다. 감소된 빛 
추출효율을 일으키면서, 픽셀 구조를 벗어나기 전에 운행하는 광자의 광진로가 길수록 빛이 보조픽셀 구조 내에서 흡수
될 수 있는 가능성은 커진다. 비록 내부의 반사가 없더라도, 빛은 빛이 시작되는 활성제 원소와 인의 바깥 표면 사이에 
최단길이에 따라 흡수된다. 흡수의 가능성은 인의 두께가 증가되는 것과 같이 증가한다. 따라서 빛 추출 효율은 인의 두
께가 증가할 때 감소한다. 인의 표면에서 반사의 가능성(반사계수)은 인물질과 보조픽셀의 구조에서 조절층의 굴절의 
지표에서 차이와 관련된다. 이것은 물질의 고유의 특성이고, 두께에 의존하지 않는다. 그러나, 만약 인의 두께가 그 물
질에서 빛의 파장과 비교되는 것과 같이 충분히 얇다면, 반사계수는 인과 보조 픽셀 구조의 부분인 다른 층 내에서 각각
의 층의 두께에 의존한다. 다른 의존은 이론으로부터 쉽게 예상될수 없으나, 실험적으로 결정된다.
    

6. 총 픽셀 에너지 효율

    
총 에너지 효율은 앞 단락에서 정의되고 설명된 다섯 개의 인자의 생산물이다. 이들 인자들 대문에, 효율은 인의 층 두
께를 증가하는 역할을 하고, 다른 것에서 인의 두께를 감소하게 하는 역할을 한다. 종합적인 효율의 효과적 활용을 이루
기 위해서 많은 파라미터를 포함하는 복합과정이고, 가이드로서 위에서 논의된 고려를 사용하면서, 보조픽셀 구조에서 
각각의 인의 최적의 두께는 실험적으로 결정된다. 전형적으로 픽셀 에너지효율은 다섯 개의 기여인자 사이에서 교환되
기 때문에 인의 두께는 최대이다. 이 효율곡선의 모양은 많은 파라미터에 의존하고, 가이드로서 위에서 논의된 과학적 
원리를 사용하면서, 종합적인 최적의 인 두께와 최대 광도와 전자광학 효율을 이루기 위한 작동 전압이 실험적으로 결
정된다.
    

b) 선택하는 인 증착 또는 한계전압의 조절층 두께 및 보조픽셀의 범위에 대한 기준

    
패턴된 인의 구조를 사용하는 픽셀의 실행은 고안된 파라미터의 현명한 선택을 통해 가장 효율적으로 활용할 수 있다. 
이들 파라미터들은 인의 조성물과 도팬트 농도, 보조픽셀의 상대적인 영역 및 인의 증착 두께를 포함하고 유전체 또는 
반도체의 부가적 한계전압 조절증착은 모든 색에 대해 대부분 바람직하게 용이한 그레이 스케일(gray scale) 확률에서 
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보조픽셀에 대한 색 배합의 설정에 의해 픽셀에서 색 균형 제어를 가능하게 하기 위해 사용된 각 조절 전압에서 또다른 
설정 비율을 산출하는 보조픽셀 원소의 상대적 광도를 보증하는 목적을 위해 하나 이상의 보조픽셀 원소와 혼합한다. 
최적 파라미터들은 아래 설명된 단계에 따라 선택된다:
    

1. 보조픽셀 영역의 선택

i. 각 보조픽셀에서 같은 영역

ⅱ. 각 보조픽셀에서 같은 영역, 그러나 세 가지 색 중에서 하나 또는 두 개에 대한 하나 이상의 보조픽셀을 포함.

ⅲ. 가변부는 요구되는 색 균형과 총 광도를 최대화하여 선택하나, 최소화와 최대화 간격 사이의 값이 억제.

ⅳ. 각 보조픽셀의 가변부 및 세 개의 색 중 하나 또는 두 개에 대한 하나 이상의 보조픽셀.

    
선호되는 옵션의 선택은 행(row) 및 열(column) 드라이버 및 각 제조 동기의 불규칙한 전기적 장전의 어려움을 피하
고, 그레이 스케일 작동을 이루고, 적당한 적색, 녹색 및 청색 필터를 사용하여 보조픽셀에 대해 요구되는 색의 배합을 
이루고, 최대 가능한 광도를 이루는 사이에 교환을 기초로 한다. 증가되는 영역과 함께 단일 보조픽셀보다 차라리 단일 
색에 대한 하나 이상의 보조픽셀의 선택은 보조픽셀의 광도가 드라이버로부터 초과되는 전류 흐름에 의해 발생되는 전
압 강하때문에 예정된 것보다 낮은 임계값 이하의 행 및 열 드라이버를 보이는 부하 임피던스를 유지하는 것이 요구에 
의해 좌우된다. 이 상태에서, 그레이 스케일(gray scale)의 정확도는 손상되고 바람직하지 않은 이미지 가공품이 발생
된다. 만약 하나의 드라이버에 의해 추진된 보조픽셀 세트의 부하 임피던스가 너무 낮다면, 그 부하는 색 당 하나 이상
의 보조픽셀에서 선택되는 하나 이상의 드라이버에 의해 나눠질 수 있다. 단일 픽셀 내의 위치한 보조픽셀은 픽셀 내에
서 하나 이상의 행 및 열의 혼합에 의해 발생된다. 하나의 가능한 보조픽셀의 배열은 두 개의 열 및 두 개의 행의 횡단
에 의해 전의된 네 개의 픽셀을 포함하는 " 쿼드-픽셀(quad-pixel)" 이다. 이 배열에서, 두 개의 픽셀은 하나의 색을 
배정한다.
    

2. 아래에 주어진 단계를 사용하여, 제한된 보조픽셀을 실행하가 위한 인의 증착 두께를 결정. 이들 단계는 우의 보조픽
셀 선택물 ⅰ에서 ⅳ의 선택이 독립적이다.

    
A. 픽셀에서 최적 한계 및 총 운행 전압을 결정. 이 선택은 이용할 수 있는 동륜 전자공학, 요구되는 보조픽셀 광도 및 
요구되는 에너지 효율의 고려에 의해 결정된다. 일반적으로, 가장 높은 가능한 한계 및 총 전합은 높은 광도를 제공한다. 
전형적으로, 약 260V의 최대 작동 전압이 주어지면서, 200V 이상의 한계전압과 60V이상 변조 전압은 제공된다. 모든 
보조픽셀에 대한 한계전압은 최대 한계 전압이 행(row)에 적용되기 위해 같고 영점 변조 전압이 적용될 때 어떤 픽셀
로부터 방출이 없는 것과 일치하는 것이 바람직하다. 위에서 논의된 것과 같이 완전한 그레이 스케일(gray scale) 조절
을 촉진하고 종합적인 전력소비를 최소화한다.
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B. 요구되는 색의 배합 및 광도를 제공하는 것과 일치하는, 요구되는 한계전압에서 주어지는 각 보조픽셀을 사용하기 
위해 증착되는 각 인의 두께를 결정. 본 발명의 하나의 실시예는 두개의 인층 구조가 사용된다(실시예 2). 0.1%의 Ce 
도팬트, 약 1.4내지 1.8㎛의 두께를 가지는 SrS:Ce의 증착은 위에서 주어진 전압에서 청색 보조픽셀을 충당한다. 세륨
에 대한 전하 보상을 제공하기 위해 인과 함께 이 인의 코도핑(co-doping)은 약 25%의 한계전압을 증가시키는 효과
를 가진다. 약 0.7내지 0.9㎛의 SrS:Ce 및 약 0.35내지 0.45㎛의 ZnS:Mn을 구성하는 인증착의 두개의 층은 유사한 
전압에서 적색 및 녹색 보조픽셀을 충당한다. 적절한 색의 배합은 적색 및 녹색에서 적당한 연과를 사용하여 이루어진
다. 다른 실시예에서, 패턴된 인 증착의 단일 층이 사용된다. 실시예 3에서, 0.3내지 0.5㎛의 Zn 1-x Mgx S:Mn 증착이 
녹색 및 적색 보조픽셀을 충당하는 동안, 1.2내지 1.4㎛의 SrS:Ce 증착은 청색 보조픽셀을 충당한다. 실시예 4에서, 
적색 및 녹색 보조픽셀은 ZnS:Mn의 두 개의 0.08 내지 0.1㎛ 층들 사이에서 샌드위치된 Zn 1-x Mgx S:Mn의 0.4 내지 
0.6㎛의 세 개의 퇴적된 인증착으로부터 형성된다. 실시예 5에서, ZnS:Mn의 0.4 내지 0.5㎛의 증착은 적색 보조픽셀
을 제공하는 동안에, SrS:Ce의 1.2 내지 1.4㎛의 증착은 녹색 및 청색 보조픽셀을 제공한다. 전술에서, 한계전압 조절
층 및 다른 부가적 유전체 층의 전기적 특성에서 뿐만 아니라, 제안된 조성물 및 두께의 범위는 인층의 물리적 및 전기
발광 성질에 의존하고, 사용되는 물질의 특별한 특성에 의존하는 변화가 예상된다.

C. 위에서 설명된 보조픽셀의 확인하는 것은 요구되는 픽셀의 색 균형을 주기 위해 요구되는 광도에 비해 낮은 광도를 
가진다. 이 보조픽셀에서 각 인의 증착의 두께는 B단계에서 이 보조픽셀에서 결정되는 것으로 선택된다.

    
3. 남아있는 보조픽셀의 범위와 그들의 인의 두께 및 다른 한계전압 조절층의 결정. 만약 같은 보조픽셀 영역의 옵션이 
선택된다면, D, E 단계가 일어난다. 만약 적어도 하나의 칼라에 대해 같은 영역 및 하나 이상의 보조픽셀이 선택된다면, 
J,K 단계가 일어나고 특성화된 최소 및 최대의 값 사이에 하락이 결정되는 보조픽셀 디멘션이 주어진다. 만약 가변부가 
J,K단계를 사용하여 선택되고, 그 디멘션이 특성화된 최소 및 최대의 값 사이에 하락되지 않는다면, 대신에 L,P 단계가 
일어난다.
    

D. 제한하는 보조픽셀을 실행에 관해 요구되는 색의 배합 및 요구되는 광도를 주는 각 잔존 보조픽셀에 대한 각각의 인 
증착의 두께를 구함. 이들 보조픽셀의 한계전압은 제한하는 보조픽셀의 실행보다 낮다.

E. 제한하는 보조픽셀을 실행하는 한계전압에서 이들 보조픽셀에 대한 한계전압을 증가시키기 위해 요구되는 유전체 
또는 반도체 증착의 두께를 결정. 이 증착은 아래, 위 또는 하나 이상의 인 증착이 또 다른 것으로부터 물리적으로 고립
되고 상반된 증착을 기초로 하거나, 각 제조 고려를 기초로 하여 선택된 증착의 순서와 함께, 인 증착 사이에 사용된 하
나 이상의 인 증착의 경우에 증착된다.

F. 칼라가 하나 이상의 보조픽셀을 가지는 결정. 이것은 전형적으로 실행이 제한되는 칼라이다.

G. 본래의 실행 제한하는 색에 대한 증가하는 수를 가지고, 색은 실행 제한하는 것을 재평가하고, B단계에서 설명된 것
과 같이 그것의 인 증착의 두께를 선택.

H. 실행을 제한하는 보조픽셀에 대하여 요구되는 광도를 주기 위해 잔존 보조픽셀에 대한 인 증착의 두께를 결정.

I. 실행을 제한하는 보조픽셀의 그것에 대해 잔존 보조픽셀의 한계전압을 증가시키기 위해 요구되는 한계전압 조절층의 
두께를 결정.

J. B 및 C단계에 관하여 같은 그들의 한계전압을 형성하기 위해 모든 인의 두께를 선택.

K. 요구되는 상대 광도를 이루기위해 보조픽셀의 영역을 조절.

L. 요구되는 상대 광도를 이루기위해 보조픽셀의 영역을 계산.

M. 특성화된 범위의 밖의 요구되는 디멘션 영역을 결정 또는 적당하게 그들을 위 아래로 조절.

 - 18 -



공개특허 특2002-0003392

 
N. 조절된 보조픽셀 영역을 고려하고 실행 제한되는 색을 재평가하고, 그리고 B단계에서 결정된 것과 같이 그것의 각각
의 인 증착에 대한 두께를 선택.

O. 요구되는 관련 광도를 이루기 위해 잔존 보조픽셀의 두께를 선택.

P. E단계에서와 같이 실행 제한되는 보조픽셀에서 잔존 보조픽셀의 한계전압을 조절하기 위해 유전체 또는 반도체 증
착을 선택.

c) 선택 기준의 전형적인 적용

위의 선택 기준의 적용은 한계전압과 광도가 SrS:Ce 및 ZnS:Mn의 패턴된 층위에서 SrS:Ce 층에 설정되는 두 개의 인
층 구조에 대해 아래에서 보여준다.

1. 총 SrS:Ce 두께

    
청색 보조픽셀에서 SrS:Ce 층의 결합한 두께는 디스플레이에 대해 요구되는 한계전압을 기초로 하여 결정된다. 이것은 
디스플레이 여진기 전자식에 의해 제공되는 모든 광도에 대한 행(row) 및 최대 열(column) 전압과 공동 전류에 의해 
번갈아 지시된다. 전형적으로 행(row) 여진기는 한계전압에 대해 최대 200V 출력을 제공하고, 열 여진기는 최대 60V
의 조절전압을 제공한다. 약 1.4 내지 1.8 마이크론의 두께를 가진 스트론튬 황 층으로 도프된 0.1% 세륨은 이들 전압
을 충당하는 것이 알려졌다. 어떤 경우에 스트론튬 황은 전하 보상을 제공하기위해 세륨으로서 같은 분자 분률에서 인
으로 같이 도프된다. 전하 보상은, 호스트 원자 종들과 관련하여, 셰륨이 세륨원자당 하나의 전자가 결핍되기 때문에 제
공된다. 인은 인원자당 하나의 초과되는 전자를 가지고 세륨으로부터 잃는 전자를 보상한다. 전하 보상을 유도하는 인
은 인의 특성을 바꾸고, 인의 전기발광 효율을 감소하는 원자 빈격자점의 발생을 통해 자발적 전하 보상을 방해하려고 
한다. 인 코도핑(co-doping)은 약 25%의 한계전압을 증가시키는 효과를 가지고 이 차이는 스트론튬 황 층 두께를 설
치하는데 고려된다.
    

2. ZnS:Mn 두께

    
적색 및 녹색 픽셀에서 ZnS:Mn 층두께는 전체 광도에서 정확하게 적색 : 녹색 : 청색 광도의 비를 3:6:1로 제공하는 
것을 기본으로 결정한다. 일반적으로 ZnS:Mn 로 부터 제한되는 광도는 녹색 광도이다. 본 발명에서 패턴된 인 구조는 
녹색 보조픽셀로 덮힌 ZnS:Mn 및 SrS:Ce로 부터 결합한 녹색 방출을 이용한다. 따라서, ZnS:Mn 두께는 모든 광도에 
대한 총 적용된 전압(한계 및 조절 전압의 합)에서 1:6의 요구되는 청색:녹색 비율로부터 결정된다. 녹색 방출은 녹색 
보조픽셀을 과도하는 두번째 SrS:Ce 층의 두께에 의존하고, 이 층의 두께가 아래에서 논의되는 것과 같이 첫번째 SrS
:Ce 층의 두께의 선택에 의존한다. 네트(net) 녹색 광도는 녹색 픽셀에서 충분한 색 배합을 얻기 위해 사용된 필터에서 
광학적 흡수에 의존한다. 따라서, 어떤 실험적 활용은 0.35 내지 0.45㎛의 범위에서 ZnS:Mn 층 두께를 만족한다. 올
바른 적색 광도는 적당하게 희석한 적색 필터를 선택하는 것에 의해 얻을 수 있다.
    

3. 첫번째 SrS:Ce 층 두께

    
첫번째 SrS:Ce층의 두께는 세 개의 보조픽셀에 대한 한계전압을 조화하기 위해 선택되고, 따라서 위에서 선택된 ZnS
:Mn의 두께에 의존한다. 최대 한계전압을 그 행에 적용하기 위해 한계전압과 같은 것이 요구되고, 영점 조절전압이 적
용될때, 어떤 픽셀로부터 방출이 없는 것과 한계전압이 일치하는 것이 요구된다. 이것은 풀 그레이 스케일(full gray s
cale) 제어를 용이하게 하고, 위에서 논의된 것과 같이 종합적으로 전력 소비를 최소화한다. 첫번째 SrS:Ce 층에 대한 
최적 두께는 이 실시예에서 약 0.7 내지 0.9의 범위이다. 전술에서, 상술된 범위는 둘러싸인 유전체 층의 전기적 특성 
뿐만 아니라 인의 물리적 및 전기발광적 특성에 의존하므로, 사용된 물질의 특유의 성질에 의존하는 변환이 예상된다.
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d) 패턴된 인의 제조과정

    
패턴된 인의 구조(30)는 선호되는 물질 및 상태에 관하여, 적색, 녹색 및 청색 색의 성분을 가진 적색, 녹색 및 청색 보
조픽셀 인 원소(30a, 30b, 30c)를 가지는 픽셀을 제조하기 위해 실시예 2-5에서 아래와 같이 설명된다. 그 과정 및 
구조는 이들 실시예에 의해서 제한되는 것이 아니라, 다른 구조 및 다양한 픽셀의 크기, 픽셀 수의 범위 및 인의 형태를 
가지는 EL 디스플레이의 제조를 수정할 수 있다. 이 패턴된 인 구조는 위에서 설명된 것과 같이, 선호되는 두께 필름 
유전체층, 한계전압 조절층, 확산장벽 층, 주입층과 공동으로 설명된다.
    

본 발명은 다음의 제한되지 않는 실시예에 의해서 더욱 설명된다.

실시예1 - 균형을 이룬 압축된 두꺼운 필름 유전체 층

    
Heraeus CL90-7239(Heraeus Cermalloy, Conshohocken, PA) 높은 유전체 상수 페이스트의 첫번째 층은 1.6㎛ 
전선 직경을 가지는 250 메쉬 스크린을 사용하는 프리트된 스크린이다. 페이스트에서 높은 유전체 상수 물질은 PMN
-PT이다. 프린트된 페이스트는 더 무겁게 담뿍 실은 오븐에서 더 긴 시간을 150℃에서 30 내지 60분 정도 건조된다. 
같은 물질의 두번째 층은 구워진 첫번째 층에서 프린트된 후, 300℃에서 30분동안 구워진다. 이 점에서 결합한 층의 
두께는 약 26㎛이다. 전체 구조는 균형적으로 350,000kPa(50,000 psi)에서 콜드(cold) 등압력을 사용하는 콜드(co
ld) 프레스드 다음이다. 유전체층과 접촉에서 알루미늄화된 표면을 가진 적당한 압력을 보증하고 한 장의 알루미늄화된 
폴리에스테르 유전체 층에서 상대적으로 평탄한 평면을 개발하기 위해 유전체 표면 위에 놓여진다. 두 장의 플라스틱 
자루 물질은 외부로부터 그 부분을 분리하기 위해 찢는 것으로부터 실링 백(sealing bag)을 막기 위해 컴플라이언트 
실링 백(sealing bag), 그 부분을 감는다. 그 실링 백(sealing bag)은 공기 및 뜨겁게 밀봉된 것에서 잃는다. 그 백(b
ag)은 균형적으로 표시된 압력으로 압축되고 60초이상 그 압력을 유지한다. 그 부분을 압축한 후 그 백(bag)으로부터 
제거되고 850℃의 최고 온도를 가진 전형적 후막 온도분포를 사용하면서 벨트로(belt furnace)에서 구워진다. 유전체 
물질을 압축하고 구운후 근본적으로 다공성이 없어진다. 이점에서 유전체 층의 두께는 15내지 20㎛의 범위이고, 전형
적으로 16㎛이다.
    

압축된 후막 유전체층을 시험하기 위해, 그것의 표면을 건조한 1㎠ 금속전극들 사이에 콘덴서로 맞춘다. 유전체 분해가 
관찰될 때까지, 교류 60Hz 신호가 적용된다. 여섯 개의 샘플을 시험하면서, 표1에서 다음의 결과가 주어진다.

표1.

표1: 균형적으로 압축된 후막 유전체 층의 향상된 유전체 특성들

    유전체 두께 전기용량/㎠@1kHz 분해전압
UnCIPped 24㎛ 0.120㎌/㎠ 80-90V
CIPped 16㎛ 0.156㎌/㎠ 140-160V

위의 데이타에 기초하여, unCIPped 물질에서 3300의 유전체 상수를 사용하면서, 유전체의 세기는 3 ×10 6V/m로서 
계산된다. CIPped 물질에 대해 2800의 유전체상수를 사용하면 유전체 세기는 107V/m로 계산된다.

유전체 층의 표면을 더 평탄하게 하기 위해 미국특허 5,432,015의 실시예 3에서 설명된 것과 같이 졸 겔 선구물질을 
사용하여 적용된다. 이 졸 겔의 두께는 약 2㎛이다.

실시예 2- 두 개의 패턴된 인층 구조
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참조는 이 실시예의 EL 적층판에 대해 도 6에서 보인다.

2.1 후막 기판층

    
후막 기판의 목적은 인 구조로부터 전기적으로 전극을 고립하기 위해 기계에 의한 지지, 첫번째 픽셀 전극 및 후막 유전
체 층을 제공하는 것이다. 전기적 고립화는 픽셀의 넓은 영역을 초과하는 전류의 밀도를 조절하기 위한 방법을 제공하
는 것이 요구된다. 전류 조절은 전극 자체라기보다, 그것과 접촉하는 인과 유전체 물질 사이의 접촉면 가까이로부터 인
의 구조로 배치된 전하의 주입의 결과이다. 유전체 층은 전압이 픽셀 전극들 사이에 적용될 때, 그것을 통한 전압강하를 
최소하기 위해 높은 유전체 상수를 가지고, 적당한 전압이 픽셀 전극들 사이에 적용될 때, 유전체의 전기적 분해를 막기 
위해 충분한 유전체 세기를 가진다. Wu 등의 미국 특허 5,432,015은 더 상세한 설명에서 후막 기판을 설명하면서 참
조에 의해 일치된다.
    

a) 후방(rear) 세라믹 기판 및 후방(rear) 전극

    
후방 기판은 순수 알루미늄 시트(Coors Ceramics, Grand Junction, Colorade, UAS)의 96% 두께인 0.63 mm이다. 
전형적으로 이 물질은 후막 혼성 전자회로의 제조에서 사용된다. 도 5에서 보여준 것과 같이 전자적 접촉을 만들기 위
한 0.3㎛ 두께의 금 전극은 알루미늄 기판위에 먼저 증착된다. 그 알루미늄은 금 층에에서 적당한 결합 세기를 용이하
게 하는 충분한 표면 거칠기를 제공하기 위해 거칠다. 금 전극은 행(row) 전극을 형성하기 위해 Heraeus RP 20003/
237-22% 유기금속 페이스트(Heraeus Cermalloy)를 사용하여 스크린 프린트된 후, 마무리된 금필름을 형성하기 위
해 표준 제조 후막 방법을 사용하여 850℃에서 구워진다.
    

b) 후막 유전체층

다음 단계는 후막 유전체층에서 적용된다. 실시예 1에서 설정된 것과 같이, 이 층은 두 개의 각각 층, 스크린 프린트되
고 균형적으로 압축된 유전체 층 및 평탄한 졸 겔 층에서 제조된다. 후막 유전체층은 졸 겔 층이 약 2μ의 두께를 가지
는 반면, 15-20㎛의 구워진 두께를 가진다.

2.2 확산 장벽층

300Å의 알루미늄 층은 리드 지르코늄 티타나이트 층의 표면에서 e-비임으로 증발된다. 알루미늄 필름은 150℃에서 
기판과 증착되고 그 증착 비율은 2Å/sec이다. 이 층의 목적은 후막 유전체에서 인 층으로 핵종의 확산을 방지하기 위
한 것이다.

2.3 주입층

100Å 하프니아 층은 알루미늄 확산 방지 층위에 e-비임으로 증발된다. 하프니아 층은 150℃에서 기판과 함께 1Å/s
ec의 비율로 증착된다.

2.4 패턴된 인 구조

a) 첫번째 SrS:Ce 층

    
첫번째 SrS:Ce 층은 0.70 내지 0.95㎛의 범위의 두께로 증착된다. 증발 원료로 사용된 SrS 파우더는 아래에서 설명된 
본 발명의 과정에 의해 만들어진다. SrS는 증발 원료물질로 적당한 양의 CeF3을 혼합에 의한 Ce 10%로 도프된다. 그 
증착은 450℃에서 기판온도 및 30Å/sec의 증착비율과 함께 활성 증발에 의해 끝난다. 0.01Pa(0.1mT)의 압력하에서 
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황화수소 기압은 증착하는 동안 진공 쳄버에서 유지되고 증착된 필름에서 화학양론적 비율에 비기는 것과 같은 황의 부
족을 방지하기에 충분하다. 증착에 따라서, 약간의 부분은 SrS:Ce 층을 열처리하기 위해 45분동안 진공에서 600℃로 
열처리한다. 열처리한 부분들은 다음의 열처리 후막 층에서 미세균열의 웨브(web)가 개발되나, 아래에서 설명되는 것
과 같이 마지막 테스트에서 초기 광도보다 높은 무엇인가가 보여진다.
    

b) SrS:Ce 층의 패턴

    
다음의 증착에서, 초기 SrS:Ce 층은 석판술 과정을 사용하여 패턴된다. Hoechest Celanese Corp., Somerville N.J.
의 AZ 광레지스트 생산물 분배에 이용되는 음의 폴리이소프렌에 기초한 광레지스트 물질, OMR 83은 부식과정이 패턴
에서 사용되는 동안에 청색 보조픽셀에서 SrS:Ce를 보호하기 위해 사용된다. 레지스트의 점성은 500 센티푸아즈이고 
40초 동안 1700rpm로 회전한다. 점성은 상대적으로 거친 표면은 적당하게 레지스트로 덮힌 것을 보장하고 아래에 설
정된 연속적인 리프트 오프 단계를 최적화하기 위해 선택된다. 마지막 레지스트의 두께는 3.5 내지 4.0㎛의 범위이다. 
저항제는 청색 보조픽셀 원소에 대응하는 영역을 초과하는 레지스트의 노출을 허용하기 위해 고안된 패턴 마스크를 통
해 노출된다.
    

노출에 따라서, 레지스트는 30초 동안 1000rpm으로 회전하는동안에 전개용액을 분사에 의해 전개된다. 전개제는 Ho
echest Celanese Corp., Somerville N.J.의 OMR B이다. 전개제의 적용에 따라서, 전개제와 OMR 린스 용액의 50:
50 혼합은 1000rpm에서 기판의 회전하는 동안, 30초동안 린스만 적용한 후, 10분동안 분사된다. 린스에 따라서, 그 
부분은 2분 동안 산소 플라즈마 부식에서 스컴이 제거된다.

    
레지스트의 린스에 따라서, 그 부분은 유동체로 채워진 표면의 어떤 기공을 허용하기 위해 1분동안 무수 메탄올에서 담
궈진다. 그 부분은 적색 및 녹색 보조 픽셀원소 영역으로부터 SrS:Ce를 용해하기 위해 45내지 70초동안 무수 메탄올
에서 0.5% 농축된 염산 용액에 대기온도에서 담궈진다. 부식 반응은 메탄올에 녹을 수 있는 염화 스트론튬의 수화물을 
형성하기 위해 SrS:Ce와 함계 염산의 반응을 수반한다. 부식하기 위한 시간은 용해하기 위해 SrS:Ce 층의 두께에 의존
한다. 순수 무수 메탄올에서 전담금(pre-immersion)은 기공에서 침투 및 근본적인 구조의 유해한 부식 또는 오염을 
일으키는 염산을 막기 위해서 고안된다. 부식에 따라서, 기판은 2분동안 기판에서 린스되고 질소하에서 건조된다. 부식
용액은 근본적인 하프니아 주입 층 물질을 용해하지 못한다.
    

c) ZnS:Mn 증착

초기 SrS:Ce 층의 부식에 따라서, ZnS:Mn의 층은 적색 및 녹색 인의 보조 픽셀 원소를 제공하기 위해 그 부분 위에 e
-비임으로 증발된다. Mn 농도는 0.8%이고 그 층의 두께는 0.3내지 0.5㎛이다. 증착동안에 기판의 온도는 150℃이고, 
그 증착 비율은 20Å/sec이다.

d) 하프니아 주입층

이 층은 같은 시간에 우량 전자 주입 상태를 유지하고, SrS 와 ZnS 인 사이에서 도팬트 종의 내부확산을 방지하기 위해 
내부층위로서 제공된다. 그 층은 필요하지 않을 수 있으며, 우량 인 필름이 증착되는 것을 제공하지 않을 수 있다. 그 층
은 150℃의 기판온도를 가진 300Å의 두께로 e-비임 증발되고, 증착 비율은 1Å/sec이다.

e) ZnS:Mn 리프트오프

    
이 단계에서, 하프니아 내부층위 및 기초적인 ZnS 인은 그들이 청색 보조픽셀을 도금하는 위치에서 제거된다. 이 리프
트오프 과정은 ZnS:Mn 및 하프니아 증착중에 청색 보조픽셀 위에서 유지되는 레지스트층을 용해하는 것에 의해 실행
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된다. 리프트오프 과정의 착수에서, 그 부분은 20내지 40분동안 대기온도에서 톨루엔에 메탄올 부피의 10%의 혼합물
에 담궈진다. 그 부분은 용매로부터 제거되고 닦인 후, 2분 이상 이소프로필 알콜에 린스되고, 질소 가스 기류하에서 건
조된다.
    

f) 두번째 SrS:Ce 층

0.8 내지 0.9㎛의 두께를 가진 두번째 SrS:Ce층은 전체 픽셀 영역 위에 증착된다. 증착은 첫번째 SrS:Ce층과 같은 상
태 하에서 끝난다. 그 결과 인구조는 청색 보조픽셀(직경 150㎛)에서, 적색 및 녹색 보조픽셀( 직령 300㎛로 결합)에
서 SrS:Ce 필름 1.6㎛ 두께로 이루어지고, ZnS:Mn의 0.4㎛ 두께의 층은 얇은 하프니아 주입층 및 0.8㎛ 두께의 SrS
:Ce 층으로 덮힌다.

2.5 두번째 주입층

두번째 100Å 두께의 하프니아 층은 첫번째 주입층에 대해 사용된 같은 증착 조건을 사용하여 완성된 픽셀들(패턴된 
인 구조)의 위에 증착된다. 첫번째 주입 층때문에, 두번째 주입 층은 샘플이 제거된다.

2.6 두번째 확산 장벽층

두번째 300Å 두께의 확산 장벽층은 첫반째 확산 장벽층으로서 같은 과정을 사용하여 두번째 주입층 위에 증착된다.

2.7 열처리

몇가지 예에서, 전체 기판은 550℃에서 10분동안 열처리된다. 분해에 대한 장점과 어려움은 전 단계에서의 열처리와 
유사하다.

2.8 가시적 전극 층

두번째 레지스트 층은 SrS:Ce에 대해 위에서 설명된것과 같이 같은 과정을 사용하나 가시적 전극 물질에 의해 보호되
지 않는 위치에서 레지스트 층이 위치하기 때문에 포토-마스크 사용하여기판에 적용된다. 이것은 각 보조픽셀 원소(3
0a,30b,30c)에 대한 가시적 전극에 의해 보호되는 이들 영역(도 5에서 보임)들 사이에서 레지스트의 노출이 수반된다. 
이 가시적 전극들은 픽셀의 테스트를 위해 내부적으로 연결되도록 고안된다.

    
3000내지 6000Å 범위의 두께를 가진 인듐 주석 산화물 층은 레지스트 층위를 e-비임 증발된다. 그 부분은 증착과정 
동안에 250 내지 350℃를 유지한다. 증착비율은 2Å/초이다. 상대적으로, 인듐 주석 산화물 필름은 스퍼터링을 사용하
여 증착된다. 증착에 따라서, 과잉의 인듐 주석 산화물은 ZnS:Mn 층의 리프트오프에서 사용된것과 같은 과정을 사용하
여 리프트오프된다. 리프트오프는 단계의 끝에서 부터 인듐 주석 산화물하에서 레지스트 층의 용해에 의해 이루어진다. 
다음에, 경과된 부분은 공기중에서 550℃로 가열되고 10분동안 그 온도에서 유지되고, 냉각된 후 그것의 전기적 저항
을 낮추기 위해 인듐 주석 산화물을 열처리하기 위해 5분동안 550℃에서 질소하에서 가열된다. 형성된 ITO 라인은 2
0㎛의 중심거리를 가지고, 약 130㎛의 폭이다.
    

2.9 금속 접촉 증착

가시적 전도체와 접촉을 형성하기 위해서, 은에 기초한 중합체 후막(Heraeus PC 5915)는 인듐 주석 산화물 전극과 
접촉을 형성하기 위해서 증착된다. 전도체는 접촉하는 패드에서 픽셀의 끝부분 이상으로 프린트된다. 전도체 페이스트
는 약 30분동악 150℃에서 양생된다.

2.10 필터 판 연결장치 및 밀폐
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유리 커버 시트로 중복된 픽셀구조는 에폭시 주변 밀폐를 사용하여 픽셀 구조로 밀봉된다. 중합체 필터필름(Brewer S
cience)을 가진 유리 시트는 개개의 보조픽셀에 대해 적당한 색 배합을 제공하기 위해 조절된 중합체 필름의 두께와 함
께 적색, 녹색 및 청색 보조필셀 요소로 배열된 유리 표면 픽셀 구조의 측면에 증착된다. 작은 홀(hole)은 기판의 레어
와 픽셀구조와 덮개판 사이의 진공사이에 가스통로를 제공하기 위한 과정 전에 약산의 알루미늄 기판을 통해 레이저로 
뚫린다. 분자체 건조체로 여과된 세라믹 도가니는 홀로 정렬된 기판의 뒤에서 밀폐된다. 세라믹 도가니 및 진공 간격은 
도가니에서 홀(hole)을 통해 비워지고, 이 홀(hole)은 중합체 기포(예; 치료할 수 있는 에폭시 기포)로 밀폐된다. 충분
한 건조체는 과정동안에 보조픽셀에서 축적될 수 있고 과잉시간 밀폐를 통해 누출될 수 있는 수분을 흡수하기 위해 제
공된다. 장치 타락없이 과잉시간동안 촉진된 광도 데이타의 축적은 수분 또는 다른 대기의 성분을 내부적 픽셀 구조의 
노출에 의해 발생된다.
    

2.11 테스트 결과

몇몇 픽셀구조 장치는 위에서 설명된 것과 같이 만들어지고 모든 세 개의 보조픽셀의 진폭에서 85 마이크로초 길이 및 
한계전압 이상의 60V로 반복적으로 번갈아 양성 및 음성 전압 펄스로 대기온도에서 테스트된다. 이들 작용 상태하에서, 
필테 페이스트를 통해 측정된 것과 같이, 평균 광도는 제곱미터당 80내지 120 칸델라이다. 평균 색 배합은 < 0.39< 
x< 0.42 및 0.38< y< 0.42의 범위내이다. 각 보조픽셀의 한계전압은 120내지 150V이다.

    
도1에서 도식적으로 보여준 것과 같이 흰색 인 구조에 의한 통상적인 색을 사용하여는것 이외에, 이 실시예에서 패턴된 
인 구조는 실시예 2에서와 같이 준비된 EL 적층판의 실행과 비교된다. ZnS:Mn층이 0.3㎛ 두께인 반면, SrS:Ce 층은 
1㎛의 두께이다. EL 적층판에서 다른 모든 층들은 인층들 사이에 하프니아 주입층을 포함하는 위의 실시예에서 밝혀졌
다. 여과되지 않은 광도를 보이는 도 3 및 여과된 광도를 보이는 도 4, 도 3 및 4는 이들 두개의 디스플레이에 대한 광
도 및 전압 곡선을 보인다. 도면에서 보이는 것과 같이 한계전압이 고려될 때, 여과되지 않은 광도는 일반적으로 본 발
명의 패턴된 인구조와 함께 향상된다. 두개의 디스플레이는 매우 유사한 L40(한계전압 이상의 40V에서 광도)를 가지
나, 더 높은 전압에서 패턴된 인구조 디스플레이는 화이트 디스플에이에 의한 색의 L60(한계전압 이상의 60V에서 광
도)보다 50%이상 더 밝다. 그러나 청색 및 노랑-흰색의 교대 컬럼으로 구성된다는 점에서 패턴된 인구조 디스플레이
는 흰색에 의한 통상적인 색과 더 다르게 보인다.
    

임계전압의 차이가 두개 디스플레이 사이에 설명될 때, 제4도는 예2의 패턴된 인 구조에 대한 필터링된 광도가 일반적
으로 백색 디스플레이에 의한 칼라의 것의 약 두배라는 것을 보여준다. L40에서의 차이가 100%이고, L60에서의 차이
가 110%이다.

실시예 3-단일 층 인 구조

패턴된 인 구조의 이러한 변형은 오직 단일 SrS:Ce 증착물을 요하고, 적 및 녹색 서브-픽셀 소자에 대한 망간 도핑된 
아연 마그네슘 황화물을 동일 층에 포함한다. Zn1-x Mgx S:Mn에 대해, x의 값은 0.1과 0.3의 범위에 있다. 이러한 인
은 ZnS:Mn보다 휠씬 더 강한 녹색 방사를 하고, SrS와 ZnS를 채택하는 이중층 구조를 이용하지 않고 적당한 녹색 방
사를 제공할 수 있다. 그 제조는 다음과 같다:

3.1. 후막(Thick Film) 기판

    
이러한 예의 기판은 1.02mm 두께 반토 시트의 적당한 크기 12x15인치로서 그위에 Heraeus Cermally제조의 Herae
us RP 20003/237-22% 유기금속 접착제를 이용하여 인쇄되어 어드레싱 행의 VGA 포맷 17인치 대각선 디스플레이
를 형성하도록 불이 붙는다(fired). 불이 붙은 금 행(fired gold rows)의 중심-대-중심 간격은 540μm이고, 행의 폭
은 500μm이고, 행의 길이는 약 27mm(10.5인치)이다. 크기 26x35cm의 복합 후막 유전체 층이 어드레싱 행의 꼭대
기에 증착되어, 예 1에 설정된 것과 방법을 이용하여 전기적 접촉을 하도록 노출된 행의 말단을 제거시킨다. 이 예의 높
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은 유전체 상수 접착제는 MRA연구소(North Adams, 매사츠새츠 미국)에 의해 공급된 잉크 농축액 98-42로 조제되
어 PMN-PT로 이루어진 높은 유전체 상수 분말을 이용하여 조합된다. 농축액은 15분동안 혼합기에서 혼합된 다음에 
α-터피네올, 에틸 셀룰로스와 올레인 산이 100:30:1의 중량 비율로 섞인다. 상기 혼합물에 대한 농도의 비율이 중량
당 100:12이다. 이런 접착제가 10μm 나이론 필터를 통해 진공 필터링되어 수분동안 진공에서 가스가 빠진다. 접착제
가 CIP핑전에 연속으로 인쇄되어 세번 굽는 것을 제외하고, 예 1에 설정된 방법을 이용하여 접착제가 증착, CIP, 불이 
붙는다. CIP핑후에 그러한 높은 유전체 상수 층의 두께는 15-20μm의 범위에 있다. 예1에서와 같이 리드(lead) 지르
코늄 티탄산염의 2μm두께 층은 졸 겔 프리커서 물질을 이용하여 인가된다.
    

3.2. 확산 장벽 층

장벽층은 800Å의 반토로 이루어져 예2에서처럼 증착된다.

3.3.SrS:Ce 층

인으로 함께 도핑된 1.2내지 1.4μm 두께 층의 SrS:Ce는 예2에 설정된 방법으로 e-빔을 이용하여 증착된다. 인 물질
은 아래 스트론튬 황화물 종합 섹션(f)에서 설명된데로 조제되고, 스트론튬 탄산염 분말이 세륨과 인으로 미리 도핑되
어 약 0.1원자 퍼센트 세륨과 약 0.15원자 퍼센트 인을 포함하는 스트론튬 황화물 물질을 만드는 것은 제외한다. 다른 
분말의 첨가없이 아래 섹션(f)에 기술된 임시 온도 명세와 황화물 도핑된 공정 가스를 이용하여 분말이 불이 붙는다.

3.4. SrS:Ce 패턴닝

더 두꺼운 SrS:Ce층을 설명하도록 에칭 시간이 1-4분으로 증가되는 것을 제외하고, 예2에서와 같은 동일한 절차를 이
용하여 SS:Ce층이 녹 및 적 서브-픽셀 소자로부터 제거된다. 남아있는 SrS:Ce 줄은 약 190μm 넓이로 350μm 인 
줄(stripe)사이의 간격이다.

3.5.아연 마그네슘 황화물 인(Zn1-x Mgx S:Mn)

망간으로 도핑된 3000내지 5000Å두께의 아연 마그네슘 황화물 필림은 Mn으로 도핑된 ZnS의 E-빔 증발과 마그네슘 
금속의 열적 증발을 이용하여 증착된다. ZnS와 Mg에 대한 상대적인 증발율이 조절되어 약 30:70의 Mg대 Zn비율의 
필림을 제공한다. 증착조건과 도펀트의 양은 ZnS:Mn의 증착에 대해 예 2의 것과 유사하다. 상기 예에서 망간 도핑된 
Zn1-x Mgx S:Mn 인 층에 대한 대안은 ZnS:Tb 및 ZnS:Mn으로 이루어진 이중 인 층으로 바람직하게는 그들 사이 확
산 장벽 층간이다.

3.6. 임계전압 조정층

1000내지 3000Å반토 제3 유전체 층이 적,녹,청색 서브-픽셀사이 임계전압을 등화하도록 선택된 두께로 픽셀 구조위
에 증발된다. 증착 조건은 예2의 반토 증착에 이용된 것과 유사하다. 상기 예에서, 이러한 임계 전압 층은 오직 적및 녹
색 서브-픽셀 소자상에 필요하여, 다음 이륙단계에서 청색 서브-픽셀 소자로부터 계속하여 제거된다.

3.7. 아연-마그네슘 황화물 이륙

ZnS:Mn에 대해 예2에서 이용된 것과 유사한 이륙공정이 청색 서브-픽셀 소자상의 SrS:Ce를 덮는 레지스트를 용해한
다. 이륙에 대한 용해 시간은 약 45분이다. 기판은 30초동안 깨끗한 메탄올에서 씻겨져, 헹구고, 다음 30초동안 회전-
건조되어 에칭된다. 이것은 청색 서브-픽셀 소자에서 ZnMgS:Mn와 겹친 반토층을 제거한다.

3.8. 확산 장벽 층 증착

800Å두께의 반토가 예 2에서처럼 증착된다.
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3.9. 인 열처리

선택적으로, 인 구조가 550℃의 피이크 온도에서 약 10분동안 대기에서 이단계로 용광로에서 열처리된다.

3.10. 투명 전극 제조

디스플레이위에 칼럼 전극을 증착하여 패턴시키는 단계는 예 2에 설정된 방법을 이용하여 실행되는 바, 처리된 부분의 
표면이 이륙이전에 산소 플라즈마를 이용하여 떨어지고 그부분이 상기 떨러지는 공정이전에 10분 동안 550℃보다는 
대기에서 5분동안 450℃로 열처리되는 것은 제외된다. 칼럼의 중심-대-중심 간격은 180μm이고 칼럼의 폭은 140μ
m이다. 칼럼은 패턴된 서브-픽셀상에 얼라인된다. 칼럼 길이는 26cm로 칼럼이 전체 행상에 연장되도록 한다.

3.11. 금속 접촉 증착

튀긴 은(silver) 금속 접촉점이 제조되어 디스플레이 어셈블리와 접촉한다. 테스트 목적을 위해, 20개의 인접한 행이 
병렬로 연결되고 60개의 인접한 행이 병렬로 연결되어 칼라 좌표 측정과 광도에 알맞는 디스플레이 어셈블리위에 작은 
평방면의 조사가 이루어지도록 한다.

3.12. 필터 플레이트 부착과 봉합

이 단계는 예 2에 대해 실행된다.

3.13. 테스트 결과

여러 개의 17인치 대각선 디스플레이가 아래 기술되듯이 제조되어 테스트된다. 청색 픽셀에 대한 임계전압이 130-16
0볼트의 범위에 있다. 적색 및 녹색 픽셀에 대한 임계전압이 130-140볼트의 범위에 있다. 적,녹,청색 필터가 해당하는 
서브-픽셀의 앞에 배치될 때, 140볼트의 임계전압이 모든 픽셀에 대해 1cd/m 2이하의 최소 광도를 얻는다는 것을 알
수 있다. 위치한 필터로 결합된 서브-픽셀에 대한 광도 범위가 임계전압 이상의 40볼트로 120Hz의 리프레쉬(refres
h)율로 35-60cd/m 2이다.

결합된 서브-픽셀들에 대해 해당하는 색채 좌표의 범위는, x가 0.43 - 0.46이고 y가 0.39 - 0.57이다. 색채 좌표는 
청색 보조 픽셀보다 상대적으로 낮은 광도로 인해 약간 노란 색조를 띤다. 이는 본 발명에 따라 모두, 임계 조절층의 두
께를 늘리고 적색과 녹색 서브-픽셀에 사용된 인의 두께를 다소 줄임으로써 정정될 수 있다.

실시예 4 - 임계 전압을 조절하기 위한 인 증착 두께의 변화

본 예시에서는, 예 3에서와 같이, 청색 서브- 픽셀에 대한 하나의 SrS:Ce 증착과 적색 및 녹색 서브- 픽셀에 대한 하
나의 Zn1-x Mgx S:Mn 증착만이 있다. 인은 약 0.2 내지 0.3 사이에 있는 Zn 1-x Mgx S:Mn 인의 x 근사값으로 예 3에 
나타난 것과 같이 만들어지고 도핑된다. 그러나, 본 예시에서는 임계 전압 조절층이 사용되지 않는다. 오히려, Zn 1-x
Mgx S:Mn층이 임계 전압을 조절하기 충분한 두께로 증착된다. 다른 변화가 없을 경우 적색과 녹색 서브- 픽셀이 각각 
청색 서브- 픽셀 광도의 3배 내지 6배 이상이 되는 색채 불균형이 된다. 결과적으로, 여과된 백색은 진한 황색이 될 수 
있다. 본 예시에서, 이러한 색채 불균형은 청색 서브- 픽셀을 적색 또는 녹색 서브- 픽셀보다 넓게 만듦으로써 해결된
다.

본 예시에 사용된 기판은 상기 예시 2에서처럼 5.1 x 5.1㎝ (2 x 2 인치)이다.

4.1. 후막 기판

예시 2의 후막 기판 층은 후방 기판, 후방 횡전극(rear row electrode) 및 후막 절연층을 제공하는데 사용된다.

4.2. 확산 장벽층

 - 26 -



공개특허 특2002-0003392

 
장벽층은 500Å 반토(alumina)로 구성되며 예시 2와 같이 증착된다. 본 예시에서는 주입층이 사용되지 않는다.

4.3. SrS:Ce층

1.2 - 1.6㎛ 두께의 SrS:Ce층이 e-빔 발산에 의해 증착되고, 인은 예 3에 설명된 것과 같이 제조되어 증착된다.

4.4. SrS:Ce 패턴닝(patterning)

SrS:Ce층은 예 3에 설명된 절차를 이용해 적색 및 녹색 서브- 픽셀로부터 제거된다. 나머지 SrS:Ce 조각들은 너비가 
약 320㎛이고 조각들 사이의 간격은 220㎛이다.

4.5. 장벽층

도핑되지 않은 500Å ZnS층은 e-빔 발산에 의해 이 단계에서 증착된다. 이 층의 목적은 장벽층을 제공하는 것이다. 
이 단계가 생략될 경우, 하단의 후막 절연층은 후에 열처리 단계에서 점차 어두워진다. 이 도프되지 않은 ZnS층이 이러
한 어두워짐을 막아준다. 또한 SrS:Ce패터닝 단계로 생기는 잔류물로부터 인을 제거하는 ZnS:Mn에 대한 클리너 인터
페이스(cleaner interface)도 제공한다.

4.6. 아연 황화물 / 아연 마그네슘 황화인 층

800 - 1000Å의 ZnS:Mn층이 증착되고, 그 다음은 4000 - 6000Å의 Zn 1-x Mgx S:Mn층, 그 다음은 800 - 1000
Å의 ZnS:Mn층이 증착된다. ZnS:Mn은 예시 2에 설명된 것과 같이 증착되는 반면 Zn 1-x Mgx S:Mn은 예시 3과 같이 
증착된다.

4.7. 장벽층

또 다른 500Å ZnS 장벽층은 e-빔 발산에 의해 이 시점에서 증착된다.

4.8. 아연 마그네슘 황화물 리프트-오프(lift-off)

청색 서브- 픽셀에 SrS:Ce를 씌우는 절연 레지스트(resist)는 예 3에서와 동일한 방식으로 용해된다. 헹굼 절차는, 기
판이 2분간 순수한 무수 메탄올에 담긴 후 질소 유량 하에서 건조된다는 점에서 상이하다.

4.9. 장벽층

500Å 반토의 상위 장벽층이 증착된다.

4.10. 인 열처리

인은 이 단계에서 10분간 벨트 용광로에서 최고 온도 550℃로 열처리된다.

4.11. 투명 전극 제조

인듐 주석 산화물층은 전류 2 Amp, 온도 25℃, 압력 1.06 Pa(8 mTorr), 질소 유량 0.2 sccm 및 (상기 압력을 가하
도록 조절된)아르곤 유동 약 70 sccm를 이용해 5000Å 두께로 스퍼터링함으로써 증착된다.

4.12. 금속 접촉 증착

금속 접촉은 예시 2에서와 같이 중합체 후막 은(실버) 접착제를 이용해 프린트된다.
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4.13. 필터 플레이트 부착 및 밀봉

이러한 단계들은 예 2에 설명된 것과 같이 실행된다. 필터의 라인 너비는 적색 - 60㎛, 녹색 - 110㎛, 청색 - 310㎛
이다. (색채가 겹쳐지는)라인 사이의 간격은 너비 20㎛이다. 총 픽셀 너비는 540㎛이다.

4.14. 테스트 결과

몇 개의 5.1 x 5.1 ㎝(2 x 2 인치) 패널들은 상기 절차에 의해 만들어지며 예시 2에서와 같이 테스트된다. 더 나은 패
널들의 결과는 다음과 같다:

임계 전압(청색 서브- 픽셀)130 - 170 V

임계 전압(적색, 녹색 서브- 픽셀)160 - 200 V

사용된 전체 임계 전압(< 5 cd/㎡)160 - 180 V

광도(여과됨, 백색)165 - 260 cd/㎡

백색 색채 좌표(x)0.38 - 0.44

백색 색채 좌표(y)0.40 - 0.45

CIE 색채 좌표적색 x=0.62, y=0.38

녹색 x=0.42, y=0.58

청색 x=0.13, y=0.14

본 예에서, 적색 및 녹색 서브-픽셀의 임계 전압은 청색 서브-픽셀보다 훨씬 높다. 이는 Zn 1-x Mgx S:Mn 인의 두께
를 줄이고 SrS:Ce 인의 두께를 늘림으로써 방지할 수 있다. 이러한 모순으로 인해, 청색 서브-픽셀은 낮은 전압에서 
적색 및 녹색 서브-픽셀에 대해 훨씬 광도가 높다. 이러한 이유로, 높은 임계 전압이 선택되어 여과된 임계 광도는 5 
cd/㎡이다. 인의 두께가 두 임계 전압이 정렬되도록 변화될 경우, 색채 균형은 더욱 좋아지고 임계 전압에 있는 광도는 
< 1 cd/㎡가 되며 총 광도는 더 높아진다.

실시예 5 - 서브-픽셀의 너비를 변화시키는 녹색 및 청색용 SrS:Ce를 구비한 단일층 인 구조

이전의 두 예시처럼 본 예시도 한 개의 SrS:Ce 증착과 한 개의 ZnS:Mn 증착만을 포함한다. 예시 4에서처럼, 서브- 픽
셀 너비는 색채 균형을 맞추기 위해 조절된다. 그러나, 임계 전압 조절층은 광도의 증가없이 ZnS:Mn층의 임계 전압을 
추가로 증가시키는데 사용된다. 상이한 색채에 사용된 인에도 또 다른 차이가 있다. SrS:Ce가 단독으로 청색 및 녹색 
서브- 픽셀 모두에 사용되고, 이 인으로부터는 녹색이 필요치 않으므로 Zn1-x Mgx S:Mn보다는 ZnS:Mn이 적색 서브
- 픽셀에 사용된다.

사용된 기판들은 예 2에서와 같이 5.1 x 5.1 ㎝(2 x 2 inch) 크기의 기판이다.

5.1. 후막 기판

예시 2의 후막 기판층들은 후방 기판, 후방 횡전극 및 후막 절연층을 제공하도록 사용된다.

5.2. 확산 장벽층
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500Å 반토 장벽층이 증착된다.

5.3. 주입층

100Å 하프니아 주입층이 증착된다.

5.4. SrS:Ce인 층

1.2 - 1.4㎛의 SrS:Ce층이 예시 4에 설명된 것과 같이 e-빔 발산에 의해 증착된다.

5.5. SrS:Ce 패터닝

SrS:Ce층은 제거 시간 1 - 2분 정도로 예시 3에 설명된 절차를 이용해 적색 서브- 픽셀로부터 제거된다. 그로 인한 
SrS:Ce 라인의 너비는 470㎛이며 라인 간 간격은 70㎛이다.

5.6. 장벽층

300Å 반토층은 이 단계에서 e-빔 발산에 의해 증착된다. 이 단계의 목적은 SrS:Ce 패터닝 단계로 인해 생기는 잔류
물로부터 인을 제거하여 ZnS:Mn에 대한 클리너 인터페이스를 제공하는 것이다.

5.7. 아연 황화인층

4500Å ZnS:Mn층은 예시 2에 설명된 것과 같이 증착된다.

5.8. 임계 전압 조절층

두꺼운 1800Å 반토층은 장벽층에 적용한 것과 동일한 방식으로 증착된다.

5.9. 아연 황화물 리프트-오프

청색 서브- 픽셀에서 SrS:Ce를 덮는 레지스트는 예 4에서와 동일한 방식으로 용해된다.

5.10. 주입층

100Å 하프니아의 상위 주입층이 증착된다.

5.11. 장벽층

500Å 반토의 상위 장벽층이 증착된다.

5.12. 인 열처리

인은 이 단계에서 10분간 최고 온도 550℃로 벨트 용광로에서 열처리된다.

5.13. 투명 전극 제조

인듐 주석 산화 전극은, 전류 2 Amps, 온도 25℃, 압력 1.06 Pa(8 mTorr), 질소 유량 0.2 sccm 및 (상기 압력을 가
하도록 조절된)아르곤 유량 약 70 sccm을 이용해 5000Å 두께로 스퍼터링함으로써 증착된다.

5.14. 금속 접촉 증착
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금속 접촉은 차례로 크로뮴과 Al로 만들어지며, 다음과 같이 스퍼터된다:

Cr: 전압 15㎾, 온도 150℃, 압력 0.26 Pa(2 mTorr), 두께 600Å;

Al: 전압 10㎾, 온도 25℃, 압력 0.26 Pa(2 mTorr), 두께 6800Å.

5.15. 필터 플레이트 부착 및 밀봉

이러한 단계들은 예시 2에 설명된 것과 같이 실행된다. 필터는 라인 너비가 각각 적색 - 60㎛, 녹색 - 270㎛, 청색 - 
150㎛이다. (색채가 겹쳐지는)라인 사이의 간격은 20㎛이다. 총 픽셀 너비는 540㎛이다. 녹색 서브-픽셀의 너비는 예
시 4에서보다 훨씬 넓다. 이는 SrS:Ce가 녹색 필터가 있음에도 Zn 1-x Mgx S:Mn만큼 밝지 못해서 녹색 서브-픽셀이 
보완을 위해 더 넓게 만들어지기 때문이다.

5.16. 테스트 결과

몇 개의 5.1 x 5.1㎝(2 x 2 inch) 크기의 패널은 이러한 절차에 의해 만들어지며 예시 2와 같이 테스트된다. 결과는 
다음과 같다:

임계 전압(청색, 녹색 서브- 픽셀)140 - 170 V

임계 전압(적색 서브- 픽셀)130 - 150 V

사용된 전체 임계 전압(< 1 cd/㎡)130 - 150 V

광도(백색, 여과됨)40 - 64 cd/㎡

백색 색채 좌표(x)0.35 - 0.46

백색 색채 좌표(y)0.39 - 0.42

이러한 패널들 또한 예시 4에서와 같이 색채 채도가 좋다는 것을 알게 될 것이다. 청색은 x~0.13, y~0.15, 녹색은 x
~0.23, y~0.58, 그리고 적색은 x~0.65, y~0.35.

f) 스트론튬 황화물 합성

상기 설명된 인 구조의 실행은 SrS 인에 대한 소스 물질로 사용된 SrS 분말의 질에 의해 많이 좌우됨을 알 수 있다. 다
음 제조는 발광 효율과 청색 순도를 최대화하는데 사용된다.

SrS가 도프된 Ce 0.12%를 포함하는 인 필름의 바람직한 특성은 평방미터당 80 칸델라(candela) 또는 그 이상, 200 
cd/㎡이다. 80 마이크로세컨드 펄스로 여기될 경우 청색과 관련한 0.19< x< 0.20 및 0.34< y< 0.40인 색채 좌표는 
임계 전압 이상의 40볼트의 폭과 초당 120펄스의 반복율을 갖는다. 만일 SrS의 제조 절차가 제대로 제어되지 않을 경
우, 광도는 감소하고 색채 좌표는 x가 0.3, y가 0.5로, 녹색 방향으로 이동한다.

    
본 발명에 따라, SrS 합성 반응은 동종으로 일어나기 위해 제어되어야 한다. 일반적으로 이것은 실제로 일정하게 공정
조건에 노출되도록 분산된 형태로 스트론튬 탄산염 분말의 제공을 수반한다. 이것은 작은 배취(batch)를 이용하거나 
휘발성의, 비-오염된 깨끗한 증발 성분 또는 반응의 개시 전에 가스로 된 제품으로 분해하는 솔벤트를 이용하거나, 회
전통 반응기를 이용하여 얻어질 수 있다. 또한 800-1200 ℃의 상승된 온도에서 황화물 증기의 출현에 스트론튬 탄산
염 분말을 스트론튬 황화물로 천천히 일정하게 변환시키는 것이 중요하다. 그러한 조절없이, 광대역 자외선 조명을 이
용하여 SrS 분말의 광도와 광발광 방사 스펙트럼에서 변화가 관측되고, 분말로 된 증착된 SrS 인 층의 광도와 전자발
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광 방사 스펙트럼에서 변화가 감지된다. 기본적인 합성 반응이 다음과 같이 기재될 수 있다.
    

4SrCO3+ 3S2→ 4SrS + 2SO 2+ 4CO2

반응이 두 단계로 일어나는데, 첫째 단계는 스트론튬 탄산염을 산소-포함하는 스트론튬 화합물과 탄소 이산화물로 분
해하는 것이고, 둘째 단계는 황화물과 반응하여 스트론튬 황화물과 유황 이산화물(또는 아마 다른 유황 이산화물)을 생
성한다. 이러한 두 단계 사이의 상호관계가 생성되는 분말의 품질에 중대한 영향을 갖는다고 보여진다.

    
스트론튬 탄산염 분말이 위치하는 튜브 용광로의 뜨거운 영역에 위치한 석영 또는 세라믹 튜브로 반응기가 이루어진다. 
반응기의 튜브 물질이 반응 생성물 또는 반응물질과 화학적으로 반응하지 않아야 한다. 이 예시에서, 약 30cm의 뜨거
운 영역의 길이를 갖는 3.8cm직경 반토 튜브가 사용된다. 튜브는 뜨거운 영역에서 약 75그램의 스트론튬 탄산염 분말
로 적재된다. 스트론튬 탄산염은 금속 베이스로 99.9%이상의 순도를 갖는다. 그러한 순도의 분말은 스트론튬 질산염 
또는 스트론튬 수산화물을 암모늄 탄산염으로 응결시킴으로써 상업적으로 얻어지거나 발생된다. 튜브는 5 내지 10 ℃
/분을 초과하지 않는 비율로 800 내지 1200℃ 범위의 최대온도로 점차 가열된다. 바람직한 최대 온도는 약 1100℃이
다.
    

최대 온도가 도달되는 시점에서, 유황 증기의 계속적인 흐름이 반응 튜브로 들어가는 대기압에서 아르곤 가스 스트림으
로 유입된다.

    
가열된 반응 튜브의 입구 끝에 소자의 유황을 포함하는 콘테이너를 위치시키거나 반응 튜브의 입구 끝에 연결된 360와 
440 ℃ 사이에 유황으로 채운 개별 강철 콘테이너를 가열함으로써 유황 증기가 발생한다. 통 온도와 아르곤 유량을 조
절하므로서 적당한 양의 유황증기가 유입된다. Ferran 과학적인 매스 스펙트로미터가 반응 튜브의 출구 끝에 연결되고, 
탄소 이산화물과 유황 이산화물의 상대적인 농도가 측정된다. 매스 스펙트로미터가 읽은 유황 이산화물의 농도가 소정 
값에 도달할 때 반응이 끝난다. 이것은 튜브로의 유황 흐름을 끄고 용광로를 냉각시킴으로써 이루어진다. 유황 증기 흐
름은 유황 통 히터를 끄므로서 중지된다. 아르곤 흐름은 용광로가 제품을 내려놓도록 충분히 냉각될 때까지(통상 200
℃이하) 계속된다. 최대 온도에서의 발화 시간은 반응이 종료되는 시점에서 최대 온도, 유황 증기 배급율, 스트론튬 탄
산염 분말 패킹밀도 및 끝 지점에 의존하여 통상적으로 2 내지 8시간의 범위에 있다.
    

질량분석계의 SO2눈금이 0.2-0.3Pa의 기준 압력에서 0.001-0.01Pa 사이 범위로 떨어질 때 종단지점이 도달했다고 
사료된다, 이것은 산소-포함하는 스트론튬 화합물의 작은 잔량이 되거나 스트론튬 황화물 제품에 남아있는 스트론튬 
탄산염의 형태로 된 것의 일부로서, 이것의 출현은 개선된 인 성능과 조합한다. 가장 빛나는 인 필림이 약 5원자 퍼센트
의 산소-포함하는 스트론튬 분말 을 포함하는 스트론튬 황화물 분말을 이용하여 만들어졌지만 양호한 인은 넓은 범위
의 산화물 농도로 만들어진다. 산소를 포함하는 스트론튬 분말의 바람직한 범위의 농도는 1 내지 10원자 퍼센트이다. 
산화물 내용물과 인 퍼포먼스 사이의 관계는 아주 미약한데, 이것은 인 조제동안에 다른 변수의 영향때문이다. 그러나, 
너무 작은 산화물의 스트론튬 황화물은 분말로부터의 광발광에서 청색으로부터 녹색으로의 이동과 연관되고 거기서 제
조된 인의 전자발광에서 청색에서 녹색으로의 해로운 이동과 연관된다.

스트론튬 탄산염 개시 분말은 세륨 탄산염, 세륨 불화물, 또는 다른 형태의 세륨 첨가제가 도핑될 수 있거나, 도펀트가 
나중에 세륨 불화물 또는 세륨 황화물에 스트론튬 황화물 분말이 첨가될 수 있거나, 도펀트가 인 필림 증착전에 첨가되
기도 한다. 세륨 유입의 방법에서 인 퍼포먼스에 대한 현저한 의존이 존재한다고 보여지지 않는다. 도펀트의 양은 바람
직하게 0.01 내지 0.35몰(mole)%의 범위에 있고 더 바람직하게는 0.05내지 0.25%이다.

초기 형태의 스트론튬 탄산염 분말은 인 퍼포먼스에 상당한 충격을 준다. 분말이 높은 다공성을 갖고 유황과의 반응시 
녹지 않는 것은 바람직하다. 반응시 녹는 조밀하게 패킹된 스트론튬 탄산염 분말 종류는 스트론튬 황화물 분말과 증착
한 필림의 광발광과 전자발광에 있어 녹색 시프트가 되어 바람직하지 않다. 느슨하게 패킹된 분말은 보통 인에 대해 가
장 좋은 퍼포먼스를 제공한다.
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스트론튬 황화물 인의 품질에서 분산된 형태의 벌크(bulk)스트론튬 탄산염 분말 또는 다공성의 충격은 역시 반응의 제
2 단계에서 스트론튬 황화물로의 상대적인 변환에 의해 입증된 반응 메카니즘에 역시 반향된다. 작은 다공성의 조밀하
게 패킹된 분말에 대해, 탄소 이산화물 발생의 개시후에 약 10분간 발생하는 유황 이산화물 발생의 개시로 그 변환이 
보통 빠르다. 높은 다공성을 갖는 느슨하게 패킹된 분말에 대해, 유황 이산화물 발생의 개시가 휠씬 나중의 시간에 일어
나는바, 탄소 이산화물 발생의 개시후에 100분 정도이다.
    

    
분말의 다공성은 공정 환경이 처리되는 물질을 통해 일정하여 유황 증기와 가스 반응 제품의 확산이 제한되지 않는다. 
이것은 제품 입자가 원자 스케일상 동종이라 믿어진다. 원자 스케일 비동질성의 유형은 격자 대치, 빈틈 원자를 포함한
다. 격자 대치는 불순물 원자가 있다는 것을 절대 포함하지 않고, 유황 원자가 있는 스트론튬 원자의 위치를 포함한다. 
분말이 인 증착동안에 증기로 될지라도, 개별 원자보다 원자 집단이 증기화되어 증착된 필림에 사용된 소스 분말에 초
기에 나타난 원자 스케일 결점을 보완한다.
    

    
높은 스트론튬 탄산염 분말 분산 또는 다공성을 얻는 여러 방법이 개발되어 왔다. 하나는 스트론튬 탄산염을 포함하는 
반응의 개시전에 가스 제품으로 분해되는 휘발성의, 깨끗한 증발 비-오염 분말의 화합물과 스트론튬 탄산염을 섞는 것
이다. 그러한 화합물의 예는 암모니윰 탄산염, 암모니윰 황화물및 소자의 유황같은 높은 순도 분말이다. 첨가제의 중량 
비율을 주는 첨가제는 1:9 내지 1:1의 범위에서 스트론튬 탄산염에 첨가될 수 있지만, 바람직하게는 1:4내지 1:2.5의 
범위에 있다.
    

    
분말 다공성 또는 분산에 영향을 주는 제2의 방법은 분말을 관통하는 솔벤트에 분말을 다그는 것으로, 고온에서 유황 
증기로 반응시에 녹지 않도록 스트론튬 탄산염 입자의 표면 성질을 변경한다. 스트론튬 탄산염은 현수부유를 형성하는 
비-오염 솔벤트로 섞이고, 다음에 분말을 형성하는 솔벤트의 성질에 따라 마일드 히팅 또는 대기 온도에서 공기중에 부
분적으로 건조된다. 분말은 완전히 건조 분말과 비교되어 5내지 30%의 중량 이득을 얻는다. 부분적으로 건조된 분말은 
보통 절차에 따라 반응 튜브에 적재될 수 있다. 솔벤트는 아세톤, 메탄올, 에탄올과 물을 포함하지만 이것에 제한되지 
않는다. 이 방법은 스트론튬 수산화물과 암모늄 탄산염으로 된 것과 같은 알갱이 모양의 스트론튬 탄산염 분말과 잘 작
용한다.
    

비활성 캐리어(inert carrier)가스로서 아르곤의 이용이 바람직하다. 형성된 가스(아르곤에서의 5% 산소)가 아르곤 
대신에 사용될 때, 분말로 증착된 필림의 광발광과 전자발광에서의 녹색 전이가 다시 관측된다.

샘플 크기는 스트론튬 황화물의 품질에 영향을 주는 현저한 다른 요소이다. 150그램의 스트론튬 탄산염의 큰 샘플은 역
시 필림의 방사 스펙트럼의 녹색 전이를 초래한다. 이것은 반복된 재그라인딩과 파이어링(regrinding/firing)이 스트론
튬 황화물의 품질을 개선시키기에 반응물질과 분말의 비동종 반응의 직접적인 결과로 믿어진다.

본 명세서에서 언급된 모든 기술은 본 발명이 속하는 기술분야에 종사하는 당업자의 기술 수준을 나타내고, 각각의 개
별적인 간행물이 상세하게 개별적으로 제시되더라도 그 모든 것이 동일한 범주에 포함된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

AC 전자발광 디스플레이용 패턴된 인(phosphor) 구조에 있어서,
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제1 및 제2 인(phosphor) 각각이 가시 스펙트럼의 상이한 범위에서 빛을 발하지만 그 결합된 방사 스펙트라(spectra)
가 적, 녹 및 청색 광을 포함하는 적어도 한 개의 제1 및 제2 인과;

한 층에 있는 인접하여 배열된 상기 제1 인과 제2 인이 서로 교대로 여러번 반복하여 배열된 적어도 한개의 제1 및 제
2 인및;

    
적, 녹, 청색에 대한 필요한 광도를 발생하는 각각의 구동 변조 전압으로 비율이 서로 설정되도록, 적, 녹, 청 서브-픽
셀 인 소자의 상대적인 광도를 설정하고 적, 녹, 청 서브-픽셀 인 소자의 임계전압을 설정하여 등화하기 위해, 적어도 
제1 및 제2 인 증착물이 함께 적, 녹, 청 서브-픽셀 인 소자를 형성하고, 적어도 제1 및 제2 인 증착물중 하나 또는 그 
이상과 연관된 하나 이상의 수단으로 이루어진, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 인 소자를 구비한 패
턴된 인(phosphor) 구조.
    

청구항 2.

제 1항에 있어서, 적어도 제1및 제2 인 증착물은 인의 상이한 호스트(host) 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 인 구
조.

청구항 3.

제 2항에 있어서, 세트 광도 비율은 작동 변조 전압의 범위상에 실제로 일정하게 남는 것을 특징으로 하는 인 구조.

청구항 4.

제 3항에 있어서, 적, 녹 및 청 서브-픽셀 인 소자 사이의 세트 광도 비율은 3:6:1인 것을 특징으로 하는 인 구조.

청구항 5.

제 2, 3 또는 4항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적어도 제1및 제2 인 증
착물중 하나 이상의 것 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 지점에 위치한 유전체 물질 또는 반도체 물질로 된 임계 전
압 조절층을 포함하는 인 구조.

청구항 6.

제 2,3,4 또는 5항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 상이한 두께로 형성된 
적어도 제1및 제2 인 증착물을 포함하는 것을 특징으로 하는 인 구조.

청구항 7.

제 5항 또는 6항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 다음중 하나 또는 둘의 
변경을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인 구조.

i. 인 증착물의 영역 및

ii. 인 증착물에서 도펀트 또는 코-도펀트(co-dopant)의 농도

청구항 8.

제 7항에 있어서, 적어도 제1 및 제2 인 증착물은 아연 황화물 인과 스트론튬 황화물 인으로 형성되는 인 구조.
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청구항 9.

제 8항에 있어서, 청색 서브-픽셀 소자와 선택적인 녹색 서브-픽셀 소자가 스트론튬 황화물 인으로 형성되고 적색 서
브-픽셀 소자와 선택적인 녹색 서브-픽셀 소자가 하나이상의 아연 황화물 인으로 형성되는 인 구조.

청구항 10.

제 9항에 있어서, 스트론튬 황화물 인이 SrS:Ce이고, 아연 황화물 인이 x가 0.1 내지 0.3 사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-
xMgx S:Mn중 하나 또는 둘인 인 구조.

청구항 11.

제8항에 있어서, 제1인은 SrS:Ce이고 제2인은 x가 0.1과 0.3사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상이고, 
임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 제1및 제2 인 증착물 상에 SrS:Ce의 층을 더 포함하
며 청색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce로 제공되며 적 및 녹색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce와 가 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx
S:Mn중 하나 또는 둘로 제공되는 인의 구조.

청구항 12.

제10항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적및 녹색 서브-픽셀 인 증착물상
에 임계 전압 조정층을 포함하는 인 구조.

청구항 13.

제10, 11 또는 12항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 상이한 두께로 형성
된 인 증착물을 포함하는 인 구조.

청구항 14.

제10, 11, 12 또는 13항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 하나 이상의 서
브-픽셀 인 증착물의 영역을 변경하는 인 구조.

청구항 15.

제1, 2 또는 14항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 하나 이상의 유전체 물
질 또는 반도체 물질로 이루어진 그룹 중에서 선택된 임계 전압 조정층을 포함하고, 임계 전압 조정층없이 패턴된 인 구
조가 갖는 임계전압을 패턴된 인 구조상의 전압이 초과할 때까지 증착된 두께에서 도통하지 않는 인 구조.

청구항 16.

제15항에 있어서, 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물, 이진 금속 황화물, 실리카 및 실리콘 산소질화물로 이루어진 
그룹 중에서 선택되는 인 구조.

청구항 17.

제15항에 있어서, 임계 전압 조정층은 반토, 탄탈륨 산화물, 아연 황화물,스트론튬 황화물, 실리카 및 실리콘 산소질화
물로 이루어진 그룹 중에서 선택된 인 구조.

청구항 18.
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제15항에 있어서, 임계전압 조정층은 반토와 아연 황화물로 이루어진 그룹 중에서 선택된 인 구조.

청구항 19.

제15항에 있어서, 임계 전압 조정층은 적어도 제1 또는 제2 인 증착물로 매치되어 인 증착물이 아연 황화물 인으로 형
성되면 인 증착물의 필요로 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물인 인 구조.

청구항 20.

제19항에 있어서, 인 증착물이 x가 0.1과 0.3사이로서 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상일 때 이진 금속 산
화물이 반토인 인 구조.

청구항 21.

제5, 6, 또는 7항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적어도 제1및 제2 인 증
착물과 같거나 다른 화합물을 갖는, 적어도 제1 및 제2 인 증착물 위, 아래, 내에 박힌 하나 이상의 위치에 증착된 부가
적인 인 층을 포함하는 인 구조.

청구항 22.

제 5, 6, 또는 제7항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 적 및 
녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 아연 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단
은 아연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 위치 중에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 
이루어진 그룹 중에 선택된 임계 전압 조정층인 인 구조.

청구항 23.

제22항에 있어서, 인은 SrS:Ce로서 인광물질과 x가 0.1과 0.3사이인 Zn 1-x Mgx S:Mn과 함께 도핑되고, 임계 전압 
조정층은 Zn1-x Mgx S:Mn 인 증착물 위에 위치한 한층의 반토인 인 구조.

청구항 24.

제5, 6, 또는 7항에 있어서, 제1 및 제2 인 증착물은 적 및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 하나 이상의 아연 황화물 
인과 청색 서브-픽셀을 제공하는 스트론튬 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 
수단은 아연 황화물 인 증착물보다 더 두껍고 더 넓은 스트론튬 황화물 인 증착물인 인 구조.

청구항 25.

제24항에 있어서, 인은 청색 서브-픽셀 소자인 경우에 SrS:Ce로서 인과 함께 도핑되고, 적 및 녹색 서브-픽셀에는 Z
nS:Mn의 층 사이 Zn 1-x Mgx S:Mn로 x는 0.1과 0.3사이인 인 구조.

청구항 26.

제 5, 6, 또는 7항에 있어서, 제1 및 제2 인 증착물은 청 및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 적
색 서브-픽셀을 제공하는 아연 황화물 인으로서, 임계전압을 설정하여 같게하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 아
연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 위치에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어진 
그룹 중에서 선택된 임계전압 조정층인 인 구조.

청구항 27.
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제26항에 있어서, 인은 SrS:Ce로서 인광물질 ZnS:Mn과 함께 도핑되고, 임계전압 조정층은 ZnS:Mn 인 증착물상에 위
치한 한층의 반토인 인 구조.

청구항 28.

AC 전자발광 디스플레이용 EL 라미네이트에 있어서,

빳빳한 후방 기판(rear substrate)과;

제1 및 제2 인(phosphor) 각각이 가시 스펙트럼의 상이한 범위에서 빛을 발하지만 그 결합된 방사 스펙트라(spectra)
가 적, 녹및 청색 광을 포함하는 적어도 한 개의 제1 및 제2 인과; 한 층에 있는 인접하여 배열된 상기 제1 인과 제2 인
이 서로 교대로 여러번 반복하여 배열된 적어도 한 개의 제1 및 제2 인 및;

적,녹,청색에 대한 필요한 광도를 발생하는 각각의 구동 변조 전압으로 비율이 서로 설정되도록, 적, 녹, 청 서브-픽셀 
인 소자의 상대적인 광도를 설정하고 적, 녹, 청 서브-픽셀 인 소자의 임계전압을 설정하여 등화하기 위해, 적어도 제
1 및 제2 인 증착물이 함께 적, 녹, 청 서브-픽셀 인 소자를 형성하고, 적어도 제1 및 제2 인 증착물 중 하나 또는 그 
이상과 연관된 하나 이상의 수단으로 이루어진 패턴된 인 구조;

전방 또는 후방 전극의 열 또는 행이 인 서브-픽셀 소자와 얼라인(align)되는, 양쪽의 인 구조위의 전방 및 후방 열 및 
행 전극과;

약 10μm보다 더 큰 두께와 500 이상의 유전체 상수를 갖는 소결된 세라믹 물질로 형성된 패턴된 인 구조 아래의 후막 
유전체 층; 및

인 서브-픽셀 소자에서 방사된 적, 녹, 청색 광을 전송하도록 적, 녹, 청 인 서브-픽셀 소자로 얼라인된 광학 칼라 필
터 수단을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 29.

제28항에 있어서, 적어도 제1및 제2 인 증착물은 상이한 호스트(host) 물질인 인으로 형성되는 것을 특징으로 하는, 
AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 30.

제29항에 있어서, 세트 광도 비율은 작동 변조 전압의 범위상에 실제로 일정하게 남는 것을 특징으로 하는, AC 전자발
광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 31.

제30항에 있어서, 적, 녹 및 청 서브-픽셀 인 소자 사이의 세트 광도 비율은 3:6:1인 것을 특징으로 하는, AC 전자발
광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 32.

제29, 30 또는 31항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적어도 제1 및 제2 
인 증착물 중 하나 이상의 것 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 지점에 위치한 유전체 물질 또는 반도체 물질로 된 임
계 전압 조정층을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 33.
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제29,30,31 또는 32항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 상이한 두께로 형
성된 적어도 제1및 제2 인 증착물을 포함하는 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이
트.

청구항 34.

제32항 또는 33항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 다음중 하나 또는 둘
의 변경을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

i. 인 증착물의 영역 및

ii. 인 증착물에서 도펀트 또는 코우-도펀트(co-dopant)의 농도

청구항 35.

제34항에 있어서, 적어도 제1 및 제2 인 증착물은 아연 황화물 인과 스트론튬 황화물 인으로 형성되는 것을 특징으로 
하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 36.

제35항에 있어서, 청색 서브-픽셀 소자와 선택적인 녹색 서브-픽셀 소자가 스트론튬 황화물 인으로 형성되고 적색 서
브-픽셀 소자와 선택적인 녹색 서브-픽셀 소자가 하나 이상의 아연 황화물 인으로 형성되는, AC 전자발광 디스플레이
에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 37.

제36항에 있어서, 스트론튬 황화물 인이 SrS:Ce이고, 아연 황화물 인이 x가 0.1 내지 0.3 사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-
xMgx S:Mn중 하나 또는 그 이상인,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 38.

제35항에 있어서, 제1인은 SrS:Ce이고 제2인은 x가 0.1과 0.3 사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상이
고, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 제1및 제2 인 증착물 상에 SrS:Ce의 층을 더 포
함하며 청색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce로 제공되며 적및 녹색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce와 가 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x
Mgx S:Mn중 하나 또는 둘로 제공되는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 39.

제37항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적및 녹색 서브-픽셀 인 증착물상
에 임계 전압 조정층을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 40.

제37, 38 또는 39항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 상이한 두께로 형성
된 인 증착물을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 41.

제37, 38, 39또는 40항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 하나 이상의 서
브-픽셀 인 증착물의 영역을 변경하는,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.
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청구항 42.

제28,29 또는 41항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 하나이상의 유전체 
물질 또는 반도체 물질로 이루어진 그룹중에서 선택된 임계 전압 조정층을 포함하고, 임계 전압 조정층없이 패턴된 인 
구조가 갖는 임계전압을 패턴된 인 구조상의 전압이 초과할 때까지 증착된 두께에서 도통하지 않는,AC 전자발광 디스
플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 43.

제42항에 있어서, 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물, 이진 금속 황화물, 실리카및 실리콘 산소질화물로 이루어진 
그룹 중에서 선택되는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 44.

제42항에 있어서, 임계 전압 조정층은 반토, 탄탈륨 산화물, 아연 황화물,스트론튬 황화물, 실리카 및 실리콘 산소질화
물로 이루어진 그룹 중에서 선택된 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 45.

제42항에 있어서, 임계전압 조정층은 반토와 아연 황화물로 이루어진 그룹 중에서 선택된, AC 전자발광 디스플레이에 
이용되는 EL 라미네이트.

청구항 46.

제42항에 있어서, 임계 전압 조정층은 적어도 제1 또는 제2 인 증착물로 매치되어 인 증착물이 아연 황화물 인으로 형
성되면 인 증착물의 필요로 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이
트.

청구항 47.

제46항에 있어서, 인 증착물이 x가 0.1과 0.3 사이로 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상일때 이진 금속 산화
물이 반토인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 48.

제32, 33 또는 34항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적어도 제1및 제2 인 
증착물과 같거나 다른 화합물을 갖는, 적어도 제1 및 제2 인 증착물 위, 아래, 내에 박힌 하나 이상의 위치에 증착된 부
가적인 인 층을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 49.

제32, 33, 또는 34항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 적 및 
녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 아연 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단
은 아연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 위치 중에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 
이루어진 그룹 중에 선택된 임계 전압 조정층인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 50.
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제49항에 있어서, 인은 SrS:Ce로서 인광물질과 x가 0.1과 0.3사이인 Zn 1-x Mgx S:Mn과 함께 도핑되고, 임계 전압 
조정층은 Zn1-x Mgx S:Mn 인 증착물 위에 위치한 한층의 반토인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이
트.

청구항 51.

제32, 33, 또는 34항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 적및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 하나 이상의 아연 황화
물 인과 청색 서브-픽셀을 제공하는 스트론튬 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하
는 수단은 아연 황화물 인 증착물보다 더 두껍고 더 넓은 스트론튬 황화물 인 증착물인, AC 전자발광 디스플레이에 이
용되는 EL 라미네이트.

청구항 52.

제51항에 있어서, 인은 청색 서브-픽셀 소자인 경우에 SrS:Ce로서 인과 함께 도핑되고, 적 및 녹색 서브-픽셀에는 Z
nS:Mn의 층 사이 Zn 1-x Mgx S:Mn로 x는 0.1과 0.3 사이인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 53.

제32, 33 또는 34항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청 및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 
적색 서브-픽셀을 제공하는 아연 황화물 인으로서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 
아연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 위치에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어
진 그룹 중에서 선택된 임계전압 조정층인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 54.

제53항에 있어서, 인은 SrS:Ce로서 인광물질 ZnS:Mn과 함께 도핑되고, 임계전압 조정층은 ZnS:Mn 인 증착물상에 위
치한 한층의 반토인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 55.

제 28, 29, 32, 33 또는 34항에 있어서, 후막 유전체 층은 동일 성분의 압축안된, 소결된 유전체층과 비교하여 EL라미
네이트에 있어 개선된 유전체 강도, 감소된 다공성과 일정한 광도를 갖는 압축된, 소결된 세라믹 물질로 형성되는, AC 
전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 56.

제35, 50, 52, 또는 54항에 있어서, 후막 유전체 층은 동일 성분의 압축 안된, 소결된 유전체층과 비교하여 EL라미네
이트에 있어 개선된 유전체 강도, 감소된 다공성과 일정한 광도를 갖는 압축된, 소결된 세라믹 물질로 형성되는, AC 전
자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 57.

제55또는 56항에 있어서, 유전체 층은 소결후 약 20내지 50%만큼 두께를 줄이도록 냉각 등압성형 프레싱으로 압축되
는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 58.

제57항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 30 내지 40%의 감소된 두께를 갖는, AC 전자발광 디스플레이에 이용
되는 EL 라미네이트.
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청구항 59.

제58항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 10 내지 50μm 사이의 두께를 갖는, AC 전자발광 디스플레이에 이용
되는 EL 라미네이트.

청구항 60.

제58항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 10 내지 20μm 사이의 두께를 갖는, AC 전자발광 디스플레이에 이용
되는 EL 라미네이트.

청구항 61.

제60항에 있어서, 세라믹 물질은 500이상의 유전체 상수를 갖는 강유전성 세라믹 물질인 것을 특징으로 하는, AC 전
자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 62.

제61항에 있어서, 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조인 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 
라미네이트.

청구항 63.

제62항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN및 PMN-PT중 하나 또는 그이상으로 구성된 그룹으로부터 
선택되는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 64.

제62항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN및 PMN-PT로 이루어진 그룹에서 선택되는,AC 전자발광 
디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 65.

제62항에 있어서, 세라믹 물질은 PMN-PT인,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 66.

제62, 64 또는 65항에 있어서, 제2 세라믹물질은 표면을 더 부드럽게 하기 위해 압축되고 소결된 유전체층위에 형성되
는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 67.

제59항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 졸 겔 기술로 증착된 강유전성 세라믹 물질로, 이후 가열되어 세라믹물질로 변하
는 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 68.

제67항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 20의 유전체 상수와 적어도 약 1μm의 두께를 갖는, AC 전자발광 디스플
레이에 이용되는 EL 라미네이트.
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청구항 69.

제68항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 100의 유전체 상수를 갖는,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미
네이트.

청구항 70.

제69항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 1 내지 3μm 범위의 두께를 갖는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미
네이트.

청구항 71.

제70항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조를 갖는 강유전성 세라믹 물질인, AC 전자발광 디스플레이에 
이용되는 EL 라미네이트.

청구항 72.

제71항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 리드(lead) 지르코늄 티탄산염 또는 리드 란타늄(lanthanum) 지르코늄 티탄산
염인, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 73.

제72항에 있어서, 기판과 후방 전극은 약 850℃의 온도를 견딜 수 있는 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는, AC 전자
발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 74.

제73항에 있어서, 기판은 반토 시트(alumina sheet)인 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 
라미네이트.

청구항 75.

제55, 66, 또는 72항에 있어서, 유전체 층 또는 제2 세라믹 물질 위의 확산 장벽층을 더 포함하여, 상기 확산 장벽층이 
어떤 인접한 층과 화학적으로 양립할 수 있는 금속-함유 전기적으로 절연된 이진 화합물로 구성되고 세밀하게 화학양
론적인 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 76.

제75항에 있어서, 확산 장벽층은 그 미세한 화학양론적 성분이 0.1 원자 퍼센트 이하 만큼 상이한 화합물로 형성된, A
C 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 77.

제76항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토, 실리카 또는 아연 황화물로 이루어지는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 
EL 라미네이트.

청구항 78.

제76항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토로 이루어지는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.
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청구항 79.

제77 또는 78항에 있어서, 확산 장벽 층이 100 내지 1000Å의 두께인 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이
에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 80.

제55, 66, 72 또는 75항에 있어서, 유전체층 위의 주입층, 제2 세라믹 물질 또는 확산 장벽층을 더 포함하고, 인 인터
페이스를 제공하며, 그 성분이 비-화학양론적인 이진의, 유전체 물질로 이루어지고 인 층으로의 주입을 위한 에너지 범
위의 전자를 갖는 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 81.

제80항에 있어서, 주입층은 그 화학양론적인 성분이 0.5% 더 큰 물질로 이루어진,AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 
EL 라미네이트.

청구항 82.

제81항에 있어서, 주입층은 하프니아(hafnia) 또는 이트리아(yttria)로 형성된 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스
플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 83.

제82항에 있어서, 주입층은 100 내지 1000Å의 두께를 갖는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 84.

제74 또는 80항에 있어서, 하프니아의 인접층은 아연 황화물 인으로 형성된 인을 포함하고, 아연 황화물의 확산 장벽
층은 스트론튬 황화물 인으로 형성된 인이 이용되는, AC 전자발광 디스플레이에 이용되는 EL 라미네이트.

청구항 85.

AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법에 있어서,

적어도 제1 및 제2 인 각각이 다른 범위의 가시 스펙트럼에서 빛을 발하지만 그 결합된 방사 스펙트라가 적, 녹, 청색 
광을 포함하는 적어도 제1 및 제2인을 선택하는 단계와;

인접하여 배열된 다수의 반복되는 적어도 제1 및 제2 인 증착물을 형성하도록 층에 상기 적어도 제1 및 제2 인을 증착
하고 패턴닝하여 서로 관계를 반복하는 단계와;

적, 녹, 청색의 바람직한 광도를 발생하는데 이용된 각각의 변조 전압에서 서로 비율을 세팅하도록, 적, 녹, 청 서브-픽
셀 인 소자의 임계전압을 세팅하고 등화하며, 적, 녹, 청 서브-픽셀의 상대적인 광도를 설정하기 위해, 적어도 제1및 
제2 인 증착물 중 하나 또는 그 이상으로 연관된 하나 이상의 수단을 제공하여, 적어도 제1및 제2 인 증착물로 적, 녹, 
청색 서브-픽셀 인 소자를 형성하는 단계;및

선택적으로 그렇게 형성된 패턴된 인 구조를 열처리하는 단계로 이루어지는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서
브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 86.
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제85항에 있어서, 적어도 제1및 제2 인 증착물이 상이한 호스트 물질로 된 인으로 형성되는, AC 전자발광 디스플레이
용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 87.

제86항에 있어서, 설정된 광도 비율이 구동 변조 전압의 범위상에 실제로 일정하게 남는, AC 전자발광 디스플레이용 
적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 88.

제87항에 있어서, 적, 녹, 청색 서브-픽셀 인 소자사이의 설정된 광도 비율이 3:6:1인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 
녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 89.

제86, 87 또는 88항에 있어서, 적어도 제1및 제2 인의 패턴닝은 석판술 기술에 의해 얻어지며,

a) 적어도 적, 녹 또는 청색 서브-픽셀 소자중 하나를 형성하려고 제1 인의 층을 증착하는 단계와;

b) 적, 녹 또는 청색 서브-픽셀 소자중 정의되는 영역에서 제1 인을 제거하여, 제1 인 증착물을 남기는 단계와;

c) 제1 인 증착물상에 제2 인 물질을 증착하고, 적, 녹 및 청색 서브-픽셀 소자중 하나를 정의하는 영역에 증착하는 단
계 및;

d) 인접하여 배열된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 남기고 제1 인 증착물에서 제2 인 물질을 제거하여 서로 
그 관계를 반복하는 단계로 이루어진, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(pho
sphor) 구조 형성방법.

청구항 90.

제89항에 있어서, 상기 b)단계는 포토-레지스트를 제1 인에 적용하고, 포토-마스크를 통해 포토-레지스트를 노출하
고, 적, 녹, 청색 서브-픽셀 소자중 하나 또는 그 이상으로 정의되는 영역에서 제1 인을 제거하는 단계를 포함하고,

단계 d)는 이륙에 의해 제2 인과 상기 제1 인 증착물로부터 레지스트를 제거하는 단계를 포함하는, AC 전자발광 디스
플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 91.

제90항에 있어서, 단계b)의 포토-레지스트는 네가티브 레지스트로서 이것은 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자중 하나 이상
으로 정의되도록 제1 인이 있는 영역에 노출되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패
턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 92.

제91항에 있어서, 패턴닝은 오직 하나의 포토-마스크로 얻어지는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 
소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 93.
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제86, 87, 88 또는 91항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은, 적어도 제1 및 
제2 인 증착물중 하나 또는 그 이상의 것위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 지점에 위치한 유전체 물질 또는 반도체 물
질로 된 하나 또는 그 이상의 것으로 이루어진 그룹 중에서 선택된 임계 전압 조정층을 포함하는, AC 전자발광 디스플
레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 94.

제86, 87, 88, 91 또는 93항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은, 상이한 두
께로 증착된 적어도 제1및 제2 인 증착물을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 
패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 95.

제93항 또는 94항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 다음중 하나 또는 둘
의 변경을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인
(phosphor) 구조 형성방법.

i. 인 증착물의 영역 및

ii. 인 증착물에서 도펀트 또는 코우-도펀트(co-dopant)의 농도

청구항 96.

제95항에 있어서, 적어도 제1 및 제2 인 증착물은 아연 황화물 인과 스트론튬 황화물 인을 포함하는, AC 전자발광 디
스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 97.

제96항에 있어서, 청색 서브-픽셀 소자와 선택적인 녹색 서브-픽셀 소자가 스트론튬 황화물 인으로 형성되고 적색 서
브-픽셀 소자와 선택적인 녹색 서브-픽셀 소자가 하나 이상의 아연 황화물 인으로 형성되는, AC 전자발광 디스플레이
용 적,녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 98.

제97항에 있어서, 스트론튬 황화물 인이 SrS:Ce이고, 아연 황화물 인이 x가 0.1 내지 0.3 사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-
xMgx S:Mn중 하나 또는 그 이상인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phos
phor) 구조 형성방법.

청구항 99.

제96항에 있어서, 제1인은 SrS:Ce이고 제2인은 x가 0.1과 0.3사이의 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 또는 그 
이상이고, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 제1및 제2 인 증착물상에 SrS:Ce의 층을 
증착함으로써 제공되고, 청색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce로 제공되며 적및 녹색 서브-픽셀 소자가 SrS:Ce와 ZnS:Mn 
또는 Zn1-x Mgx S:Mn중 하나 또는 그 이상으로 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 
구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 100.

제98항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은, 적및 녹색 서브-픽셀 인 증착물
중 하나 또는 그 이상 위에 임계 전압 조정층을 증착함으로써 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽
셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.
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청구항 101.

제98, 99 또는 100항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 상이한 두께로 인
을 증착하여 인 증착물을 형성함으로써 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패
턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 102.

제98, 99, 100또는 101항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 하나이상의 
서브-픽셀 인 증착물의 영역을 변경하므로서 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비
한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 103.

    
제85, 86 또는 102항에 있어서, 임계 전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은, 유전체 물질 또는 
반도체 물질중 하나 또는 그 이상으로 이루어진 그룹 중에서 선택된 임계 전압 조정층을 적, 녹, 청색 서브-픽셀 증착
물중 하나 또는 그 이상에 증착함으로써 제공되고, 임계 전압 조정층없이 패턴된 인 구조가 갖는 임계전압을 패턴된 인 
구조상의 전압이 초과할 때 까지 증착된 두께에서 도통하지 않는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소
자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.
    

청구항 104.

제103항에 있어서, 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물, 이진 금속 황화물, 실리카및 실리콘 산소질화물로 이루어진 
그룹 중에서 선택되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형
성방법.

청구항 105.

제103항에 있어서, 임계 전압 조정층은 반토, 탄탈륨 산화물, 아연 황화물,스트론튬 황화물, 실리카 및 실리콘 산소질
화물로 이루어진 그룹 중에서 선택된,AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(pho
sphor) 구조 형성방법.

청구항 106.

제103항에 있어서, 임계전압 조정층은 반토와 아연 황화물로 이루어진 그룹중에서 선택된, AC 전자발광 디스플레이용 
적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 107.

제103항에 있어서, 임계 전압 조정층은 적어도 제1 또는 제2 인 증착물로 매치되어 인 증착물이 아연 황화물 인으로 
형성되면 인 증착물의 필요로 임계 전압 조정층이 이진 금속 산화물인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽
셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 108.

제107항에 있어서, 인 증착물이 x가 0.1과 0.3사이로서 ZnS:Mn 또는 Zn 1-x Mgx S:Mn중 하나 이상일때 이진 금속 
산화물이 반토인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방
법.
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청구항 109.

제93, 94 또는 98항에 있어서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 적어도 제1및 제2 인 
증착물과 같거나 다른 화합물을 갖는, 적어도 제1 및 제2 인 증착물 위, 아래, 내에 박힌 하나 이상의 위치에 증착된 부
가적인 인 층을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 
형성방법.

청구항 110.

    
제93, 94 또는 95항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 적 및 
녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 아연 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단
은 아연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 위치 중에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 
이루어진 그룹 중에 선택된 임계 전압 조정층을 증착함으로써 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-
픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.
    

청구항 111.

제110항에 있어서, 인은 SrS:Ce로서 인광물질과 x가 0.1과 0.3사이인 Zn 1-x Mgx S:Mn과 함께 도핑되고, 임계 전압 
조정층은 Zn1-x Mgx S:Mn 인 증착물 위에 위치한 한층의 반토인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 
소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 112.

제93, 94 또는 95항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 적및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 하나 이상의 아연 황화
물 인과 청색 서브-픽셀을 제공하는 스트론튬 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하
는 수단은 아연 황화물 인 증착물보다 더 두껍고 더 넓은 스트론튬 황화물 인 증착물을 형성하므로서 제공되는, AC 전
자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 113.

제112항에 있어서, 인은 청색 서브-픽셀 소자인 경우에 SrS:Ce로서 인과 함께 도핑되고, 적 및 녹색 서브-픽셀에는 
ZnS:Mn의 층사이 Zn 1-x Mgx S:Mn로 x는 0.1과 0.3사이인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 
구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 114.

    
제93, 94 또는 95항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 
적색 서브-픽셀을 제공하는 아연 황화물 인으로서, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은 
아연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내에 박힌 하나 이상의 위치에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어
진 그룹 중에서 선택된 임계전압 조정층을 증착하므로서 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 
소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.
    

청구항 115.

제114항에 있어서, 인은 SrS:Ce로서 인광물질 ZnS:Mn과 함께 도핑되고, 임계전압 조정층은 ZnS:Mn 인 증착물상에 
증착된 한층의 반토인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형
성방법.
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청구항 116.

제91항에 있어서, 제1및 제2 인중 하나 또는 둘은 가수분해가 쉽고, 네가티브 레지스트는 폴리아이소프렌-기준(poly
isoprene-based)의 레지스트이고, 제1 인은 산 부식재 용액으로 제거되고, 제2 인은 비-수성의, 현저히 극성, 비양성
자성 용매 화합물로 제거되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 
구조 형성방법.

청구항 117.

제116항에 있어서, 제1 및 제2 인 증착물은 스트론튬 황화물 인과 아연 황화물 인이고, 극성, 비양성자성 용매 화합물
은 소량의 메탄올을 갖는 톨루엔인,AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosp
hor) 구조 형성방법.

청구항 118.

제117항에 있어서, 제1 및 제2 인 증착물은 SrS:Ce와 ZnS;Mn인 층에서 패턴되고, SrS:Ce의 부가적인 인층이 패턴된 
층상에 증착되고, 그 패턴닝은;

a) 청색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 SrS:Ce의 층을 증착하는 단계와;

b) SrS;Ce상에 네가티브 포토레지스트르 인가하고, 청색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 포토레지스트를 노출하고, 적
및 녹색 서브-픽셀 소자를 한정하는 영역에 노출 안된 포토레지스트와 SrS:Ce를 제거하고, SrS:Ce증착물을 남기는 
단계와;

c) SrS:Ce가 제거되는 영역과 SrS:Ce 증착물을 덮도록 ZnS:Mn을 증착하는 단계와;

d) 선택적으로 주입층을 증착하는 단계와;

e) 인접하여 배열된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 형성하도록 이륙에 의해 SrS:Ce위의 영역에 포토레지스
트와 선택적인 주입층을 제거하여 서로 그관계를 반복하는 단계와;

f) SrS:Ce의 부가적인 층을 제1및 제2 증착물위에 위치시키므로서 임계전압을 설정하여 등화하고 상대적인 광도를 설
정하는 수단을 제공하는 단계로 이루어지는, AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인
(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 119.

제117항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과, 적 및 녹색 서브-
픽셀 소자를 제공하는 아연 황화물 인으로서, 임계전압을 설정하여 같게 하는 수단은 아연 황화물 인 증착물 위, 아래 
및 내에 박힌 하나 이상의 위치에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어진 그룹 중에서 선택된 임계전압 
조정층인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 120.

제119항에 있어서, 인은 SrS:Ce로 x가 0.1내지 0.3사이인 인광물질 Zn 1-x Mgx S;Mn로 도핑되고, 임계전압 조정층은 
Zn1-x Mgx S:Mn 인위에 증착된 한층의 반토이고, 그 패턴닝은;

a) 청색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 SrS:Ce의 층을 증착하는 단계와;
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b) SrS;Ce 상에 네가티브 포토레지스트르 인가하고, 청색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 포토레지스트를 노출하고, 적 
및 녹색 서브-픽셀 소자를 한정하는 영역에 노출안된 포토레지스트와 SrS:Ce를 제거하고, SrS:Ce증착물을 남기는 단
계와;

c) SrS:Ce가 제거되는 영역과 SrS:Ce 증착물을 덮도록 Zn 1-x Mgx S:Mn을 증착하는 단계와;

d) 선택적으로 주입층을 증착하는 단계와;

e) Zn 1-x Mgx S:Mn위에 임계전압 조정층을 증착하는 단계와;

f) 인접하여 배치된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 형성하도록 이륙에 의해 Zn 1-x Mgx S:Mn, 포토레지스트, 
임계전압 조정층과 SrS:Ce위의 영역의 선택적인 주입층을 제거하여, 서로의 관계를 반복하는 단계로 이루어지는, AC 
전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 구조 형성방법.

청구항 121.

제117항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과, 적 및 녹색 서브-
픽셀 소자를 제공하는 아연 황화물 인으로, 임계전압을 설정하여 같게 하고 상대적인 광도를 설정하는 수단은, 아연 황
화물 인 증착물보다 더 크고 더 두꺼운 스트론튬 황화물 인 증착물을 형성하므로서 제공되는, AC 전자발광 디스플레이
용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 122.

제121항에 있어서, 인은 SrS:Ce로 x가 0.1내지 0.3사이인 인광물질, ZnS:Mn의 층간 Zn 1-x Mgx S;Mn로 도핑되고, 
그 패턴닝은;

a) 청색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 SrS:Ce의 층을 증착하는 단계와;

b) SrS;Ce상에 네가티브 포토레지스트르 인가하고, 청색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 포토레지스트를 노출하고, 적 
및 녹색 서브-픽셀 소자를 한정하는 영역에 노출안된 포토레지스트와 SrS:Ce를 제거하고, SrS:Ce증착물을 남기는 단
계와;

c) SrS:Ce 가 제거되는 영역과 SrS:Ce 증착물을 덮도록 ZnS:Mn의 층, Zn 1- Mgx S:Mn의 층, ZnS:Mn의 층을 증착하
는 단계와;

d) 선택적으로 주입층을 증착하는 단계와;

e) 인접하여 배치된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 형성하도록 이륙에 의해 ZnS:Mn와 Zn 1-x Mgx S:Mn, 
포토레지스트, SrS:Ce위의 영역의 선택적인 주입층을 제거하여, 관계를 서로 반복하는 단계로 이루어지는, AC 전자발
광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 123.

    
제117항에 있어서, 제1및 제2 인 증착물은 청 및 녹색 서브-픽셀 소자를 제공하는 스트론튬 황화물 인과 적색 서브-
픽셀을 제공하는 아연 황화물 인으로서, 임계전압을 설정하여 같게 하는 수단은, 아연 황화물 인 증착물 위, 아래 및 내
에 박힌 하나 이상의 위치에 하나 이상의 유전체 물질 또는 반도체 물질로 이루어진 그룹중에서 선택된 임계전압 조정
층을 증착함으로써 제공되는, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인(phosphor) 
구조 형성방법.
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청구항 124.

제123항에 있어서, 인은 SrS:Ce로 인광물질, ZnS:Mn과 도핑되고, 임계전압 조정층은 ZnS:Mn인 위에 위치한 한 층의 
반토이고, 그 패턴닝은;

a) 청및 녹색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 SrS:Ce의 층을 증착하는 단계와;

b) SrS;Ce상에 네가티브 포토레지스트르 인가하고, 청 및 녹색 서브-픽셀 소자를 형성하도록 그 영역에 포토레지스트
를 노출하고, 적색 서브-픽셀 소자를 한정하는 영역에 노출안된 포토레지스트와 SrS:Ce를 제거하고, 적색 서브-픽셀 
소자에 대해 남은 영역보다 더 넓은 청 및 녹색 서브-픽셀 소자에 대한 SrS:Ce증착물을 남기는 단계와;

c) 반토의 선택적인 층을 장벽 확산층으로 증착하는 단계와;

d) SrS:Ce가 제거되는 영역과 SrS:Ce 증착물을 덮도록 ZnS:Mn을 증착하는 단계와;

e) ZnS:Mn위에 임계전압 조정층을 증착하는 단계와;

f) 인접하여 배치된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 형성하도록 이륙에 의해 선택적인 장벽 확산층, ZnS:Mn, 
포토레지스트, SrS:Ce위의 영역의 임게전압 조정층을 제거하여, 관계를 서로 반복하는 단계로 이루어지는, AC 전자발
광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 125.

전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방
법에 있어서, 인 층은 후막 유전체 층에 의해 후방 전극으로부터 분리되고,

상기 방법은 10내지 300μm의 두께를 갖는 유전체층을 형성하도록 후막 기술에 의해 하나 이상의 층에 세라믹 물질을 
증착하는 단계와;

감소된 다공성과 표면 거칠음으로 밀집한 층을 형성하도록 유전체층을 누르는 단계와;

동일 성분의 소결된, 유전체층상에 개선된 일정한 광도를 갖는 압축된, 소결된 유전체층을 형성하는 유전체 층을 소결
하는 단계로 이루어지는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 
유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 126.

제125항에 있어서, 유전체 층은 후방전극을 제공하는 빳빳한 기판상에 증착되는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이
상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 127.

제125항에 있어서, 압축은 등압성형 압축인, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 
라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 128.

제126항에 있어서, 소결후 약 20 내지 50%만큼 유전체 층의 두께를 감소하도록 350,000kPa까지 압축이 냉각 등압성
형 압축인, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 
형성하는 방법.
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청구항 129.

제128항에 있어서, 세라믹 물질은 하나이상의 층에서 스크린 프린팅으로 증착되고, 압축전에 건조되는, 전방과 후방 전
극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 130.

제129항에 있어서, 세라믹 물질은 소결후 30 내지 40%정도 두께가 감소되도록 압축되는,전방과 후방 전극사이에 끼인 
하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 131.

제130항에 있어서, 세라믹 물질은 소결후 10내지 50μm사이의 두께로 압축되는, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 
이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 132.

제130항에 있어서, 세라믹 물질은 소결후 10내지 20μm사이의 두께로 압축되는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 
이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 133.

제132항에 있어서, 유전체층은 20내지 50μm의 증착된 두께를 갖는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층
을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 134.

제132 또는 133항에 있어서, 세라믹 물질은 500이상의 유전체 상수를 갖는 강유전성 세라믹 물질인 것을 특징으로 하
는, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하
는 방법.

청구항 135.

제134항에 있어서, 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조인 것을 특징으로 하는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상
의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 136.

제135항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN 및 PMN-PT중 하나 또는 그 이상으로 구성된 그룹으로부
터 선택되는, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층
을 형성하는 방법.

청구항 137.

제135항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN 및 PMN-PT로 이루어진 그룹에서 선택되는, 전방과 후방 
전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법

청구항 138.
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제137항에 있어서, 세라믹 물질은 PMN-PT인, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 E
L 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법

청구항 139.

제136, 137 또는 138항에 있어서, 제2 세라믹물질은 표면을 더 부드럽게 하기 위해 압축되고 소결된 유전체층 위에 
형성되는, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 
형성하는 방법.

청구항 140.

제139항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 졸 겔 기술로 증착된 강유전성 세라믹 물질로, 이후 가열되어 세라믹물질로 변
하는 것을 특징으로 하는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 
유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 141.

제140항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 20의 유전체 상수와 적어도 약 1μm의 두께를 갖는, 전방과 후방 전극 
사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 142.

제141항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 100의 유전체 상수를 갖는,전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 
인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 143.

제142항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 1내지 3μm범위의 두께를 갖는,전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 
층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 144.

제143항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 회전 증착또는 디핑에서 선택된 졸 겔 기술로 증착되어 세라믹물질로 변하도록 
가열되는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형
성하는 방법.

청구항 145.

제144항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조를 갖는 강유전성 세라믹 물질인, 전방과 후방 전극 사이에 
끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 146.

제145항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 리드(lead) 지르코늄 티탄산염 또는 리드 란타늄(lanthanum) 지르코늄 티탄산
염인, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성
하는 방법.

청구항 147.
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제125, 139 또는 146항에 있어서, 유전체층을 형성하기 전에 라미네이트를 지지하는 아주 빳빳한 기판을 제공하여 기
판위에 후방전극을 형성하는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 
후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 148.

제147항에 있어서, 기판과 후방 전극은 약 850℃의 온도를 견딜 수 있는 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는, 전방과 
후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 149.

제148항에 있어서, 기판은 반토 시트(alumina sheet)인 것을 특징으로 하는,전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상
의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 150.

제125, 139 또는 149항에 있어서, 유전체 층 또는 제2 세라믹 물질위의 확산 장벽층을 더 포함하여, 상기 확산 장벽층
이 어떤 인접한 층과 화학적으로 양립할 수 있는 금속-함유 전기적으로 절연된 이진 화합물로 구성되고 세밀하게 화학
양론적인 것을 특징으로 하는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 
후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 151.

제150항에 있어서, 확산 장벽층은 그 미세한 화학양론적 성분이 0.1 원자 퍼센트 이하 만큼 상이한 화합물로 형성된,전
방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 152.

제151항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토, 실리카 또는 아연 황화물로 이루어지는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 
이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 153.

제152항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토로 이루어지는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타
입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 154.

제153항에 있어서, 확산 장벽 층이 100내지 1000Å의 두께인 것을 특징으로 하는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 
이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 155.

제125, 139 또는 150항에 있어서, 유전체층 위의 주입층, 제2 세라믹 물질 또는 확산 장벽층을 더 포함하고, 인 인터
페이스를 제공하며, 그성분이 비-화학양론적인 이진의, 유전체 물질로 이루어지고 인 층으로의 주입을 위한 에너지 범
위의 전자를 갖는 것을 특징으로 하는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네
이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 156.
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제155항에 있어서, 주입층은 그화학양론적인 성분이 0.5% 더 큰 물질로 이루어진,전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 
이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 157.

제156항에 있어서, 주입층은 하프니아(hafnia) 또는 이트리아(yttria)로 형성된 것을 특징으로 하는, 전방과 후방 전
극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 158.

제157항에 있어서, 주입층은 100내지 1000Å의 두께를 갖는, 전방과 후방 전극사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함
하는 타입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 159.

제156 또는 158항에 있어서, 하프니아의 인접층은 아연 황화물 인으로 형성된 인을 포함하고, 아연 황화물의 확산 장
벽층은 스트론튬 황화물 인으로 형성된 인이 이용되는, 전방과 후방 전극 사이에 끼인 하나 이상의 인 층을 포함하는 타
입의 EL 라미네이트에서 후막 유전체 층을 형성하는 방법.

청구항 160.

EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분에 있어서,

후방전극을 제공하는 기판과;

동일 성분의 압축 안되고 소결된 유전체층과 비교하여 EL라미네이트에 있어 개선된 유전체 강도, 감소된 다공성과 일
정한 광도를 갖는 세라믹 물질인 압축되고 소결된 세라믹 물질로 된 기판위에 형성된 후막 유전체층으로 이루어진, EL 
라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 161.

제160항에 있어서, 유전체 층은 후방전극을 제공하는 빳빳한 기판상에 형성되는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기
판과 유전체층 부분.

청구항 162.

제161항에 있어서, 소결후 약 20내지 50%만큼 유전체 층의 두께를 감소하도록 유전체층이 냉각 등압성형 압축으로 
압축되는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 163.

제162항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 30 내지 40%정도 감소된 두께를 갖는, EL 라미네이트에 이용되는 
결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 164.

제163항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 10내지 50μm사이의 두께를 갖는, EL 라미네이트에 이용되는 결합
된 기판과 유전체층 부분.

청구항 165.
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제163항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 10내지 20μm사이의 두께를 갖는, EL 라미네이트에 이용되는 결합
된 기판과 유전체층 부분.

청구항 166.

제165항에 있어서, 세라믹 물질은 500이상의 유전체 상수를 갖는 강유전성 세라믹 물질인 것을 특징으로 하는, EL 라
미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 167.

제166항에 있어서, 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조인것을 특징으로 하는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 
유전체층 부분.

청구항 168.

제167항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN 및 PMN-PT중 하나 또는 그 이상으로 구성된 그룹으로부
터 선택되는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 169.

제167항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN및 PMN-PT로 이루어진 그룹에서 선택되는,EL 라미네이
트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 170.

제167항에 있어서, 세라믹 물질은 PMN-PT인,EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 171.

제168, 169 또는 170항에 있어서, 제2 세라믹물질은 표면을 더 부드럽게 하기 위해 압축되고 소결된 유전체층위에 형
성되는,EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 172.

제171항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 졸 겔 기술로 증착된 강유전성 세라믹 물질로, 이후 가열되어 세라믹물질로 변
하는 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 173.

제172항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 20의 유전체 상수와 적어도 약 1μm의 두께를 갖는, EL 라미네이트에 
이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 174.

제173항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 100의 유전체 상수를 갖는,EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유
전체층 부분.

청구항 175.
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제174항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 1내지 3μm범위의 두께를 갖는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전
체층 부분.

청구항 176.

제175항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조를 갖는 강유전성 세라믹 물질인,EL 라미네이트에 이용되는 
결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 177.

제176항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 리드(lead) 지르코늄 티탄산염 또는 리드 란타늄(lanthanum) 지르코늄 티탄산
염인, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 178.

제160, 171 또는 177항에 있어서, 유전체층을 형성하기 전에 라미네이트를 지지하는 아주 빳빳한 기판을 제공하여 기
판위에 후방전극을 형성하는,EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 179.

제178항에 있어서, 기판과 후방 전극은 약 850℃의 온도를 견딜 수 있는 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는,EL 라미
네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 180.

제179항에 있어서, 기판은 반토 시트(alumina sheet)인 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판
과 유전체층 부분.

청구항 181.

제160, 171 또는 178항에 있어서, 유전체 층 또는 제2 세라믹 물질위의 확산 장벽층을 더 포함하여, 상기 확산 장벽층
이 어떤 인접한 층과 화학적으로 양립할 수 있는 금속-함유 전기적으로 절연된 이진 화합물로 구성되고 세밀하게 화학
양론적인 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 182.

제181항에 있어서, 확산 장벽층은 그 미세한 화학양론적 성분이 0.1 원자 퍼센트 이하 만큼 상이한 화합물로 형성된, 
EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 183.

제182항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토, 실리카 또는 아연 황화물로 이루어지는,EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기
판과 유전체층 부분.

청구항 184.

제182항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토로 이루어지는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 185.
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제183 또는 184항에 있어서, 확산 장벽 층이 100내지 1000Å의 두께인 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트에 이용되
는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 186.

제 160, 171, 178 또는 181항에 있어서, 유전체층 위의 주입층, 제2 세라믹 물질 또는 확산 장벽층을 더 포함하고, 인 
인터페이스를 제공하며, 그성분이 비-화학양론적인 이진의, 유전체 물질로 이루어지고 인 층으로의 주입을 위한 에너
지 범위의 전자를 갖는 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 187.

제186항에 있어서, 주입층은 화학양론적 성분이 0.5% 원자 편차보다 더 큰 물질로 구성된, EL 라미네이트에 이용되는 
결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 188.

제187항에 있어서, 주입층은 하프니아 또는 이트리아로 형성된,EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부
분.

청구항 189.

제188항에 있어서, 주입층은 100내지 1000Å의 두께를 갖는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부
분.

청구항 190.

제187 또는 189항에 있어서, 주입층은 아연 황화물 인을 갖는 하프니아이고, 아연 황화물의 장벽층은 스트론튬 황화물 
인과 함께 사용되는, EL 라미네이트에 이용되는 결합된 기판과 유전체층 부분.

청구항 191.

EL 라미네이트에 있어서,

평면 인(phosphor) 층과;

인 층의 양면위의 전방 및 후방 평면 전극;

라미네이트를 지지하도록 충분히 빳빳한 후방기판으로 후방전극을 제공하는 후방 기판; 및

동일 성분의 압축 안되고 소결된 유전체층과 비교하여 EL라미네이트에서 개선된 유전체 강도, 감소된 다공성과 일정한 
광도를 갖는 세라믹 물질로, 압축되고 소결된 세라믹 물질로 형성되고 후방전극을 제공하는 빳빳한 기판위의 후막 유전
체 층으로 이루어진, EL 라미네이트.

청구항 192.

제191항에 있어서, 후방전극을 제공하는 빳빳한 기판 위에 형성되는 EL라미네이트.

청구항 193.

제191 또는 192항에 있어서, 유전체 층은 소결후 약 20내지 50%만큼 두께를 줄이도록 냉각 등압성형 프레싱으로 압
축되는, EL 라미네이트.
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청구항 194.

제193항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 30 내지 40%의 감소된 두께를 갖는, EL 라미네이트.

청구항 195.

제194항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 10내지 50μm사이의 두께를 갖는, EL 라미네이트.

청구항 196.

제194항에 있어서, 압축된 세라믹 물질은 소결후 10내지 20μm사이의 두께를 갖는, EL 라미네이트.

청구항 197.

제196항에 있어서, 세라믹 물질은 500이상의 유전체 상수를 갖는 강유전성 세라믹 물질인 것을 특징으로 하는, EL 라
미네이트.

청구항 198.

제197항에 있어서, 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조인것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 199.

제198항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN및 PMN-PT중 하나 또는 그이상으로 구성된 그룹으로부터 
선택되는, EL 라미네이트.

청구항 200.

제198항에 있어서, 세라믹 물질은 BaTiO3 , PbTiO 3 , PMN및 PMN-PT로 이루어진 그룹에서 선택되는, EL 라미네이
트.

청구항 201.

제198항에 있어서, 세라믹 물질은 PMN-PT인, EL 라미네이트.

청구항 202.

제199,200 또는 201항에 있어서, 제2 세라믹물질은 표면을 더 부드럽게 하기 위해 압축되고 소결된 유전체층위에 형
성되는, EL 라미네이트.

청구항 203.

제202항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 졸 겔 기술로 증착된 강유전성 세라믹 물질로, 이후 가열되어 세라믹물질로 변
하는 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 204.

제203항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 20의 유전체 상수와 적어도 약 1μm의 두께를 갖는, EL 라미네이트.

 - 57 -



공개특허 특2002-0003392

 
청구항 205.

제204항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 적어도 100의 유전체 상수를 갖는, EL 라미네이트.

청구항 206.

제205항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 1내지 3μm범위의 두께를 갖는, EL 라미네이트.

청구항 207.

제206항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 회티탄석 수정 구조를 갖는 강유전성 세라믹 물질인, EL 라미네이트.

청구항 208.

제207항에 있어서, 제2 세라믹 물질은 리드(lead) 지르코늄 티탄산염 또는 리드 란타늄(lanthanum) 지르코늄 티탄산
염인, EL 라미네이트.

청구항 209.

제191, 202 또는 208항에 있어서, EL라미네이트는 후방전극을 이루는 빳빳한 기판위에 형성되는, EL라미네이트.

청구항 210.

제209항에 있어서, 기판과 후방 전극은 약 850℃의 온도를 견딜 수 있는 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는, EL 라
미네이트.

청구항 211.

제210항에 있어서, 기판은 반토 시트(alumina sheet)인 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 212.

제191, 202 또는 209항에 있어서, 유전체 층 또는 제2 세라믹 물질위의 확산 장벽층을 더 포함하여, 상기 확산 장벽층
이 어떤 인접한 층과 화학적으로 양립할 수 있는 금속-함유 전기적으로 절연된 이진 화합물로 구성되고 세밀하게 화학
양론적인 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 213.

제212항에 있어서, 확산 장벽층은 그 미세한 화학양론적 성분이 0.1 원자 퍼센트 이하 만큼 상이한 화합물로 형성된, 
EL 라미네이트.

청구항 214.

제213항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토, 실리카 또는 아연 황화물로 이루어지는, EL 라미네이트.

청구항 215.

제 213항에 있어서, 확산 장벽 층이 반토로 이루어지는, EL 라미네이트.
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청구항 216.

제214 또는 215항에 있어서, 확산 장벽 층이 100내지 1000Å의 두께인 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 217.

제191, 202, 209 또는 212항에 있어서, 유전체층 위의 주입층, 제2 세라믹 물질 또는 확산 장벽층을 더 포함하고, 인 
인터페이스를 제공하며, 그성분이 비-화학양론적인 이진의, 유전체 물질로 이루어지고 인 층으로의 주입을 위한 에너
지 범위의 전자를 갖는 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 218.

제217항에 있어서, 주입층은 그화학양론적인 성분이 0.5% 더 큰 물질로 이루어진, EL 라미네이트.

청구항 219.

제218항에 있어서, 주입층은 하프니아(hafnia) 또는 이트리아(yttria)로 형성된 것을 특징으로 하는, EL 라미네이트.

청구항 220.

제219항에 있어서, 주입층은 100내지 1000Å의 두께를 갖는, EL 라미네이트.

청구항 221.

제 218 또는 220항에 있어서, 하프니아의 인접층은 아연 황화물 인으로 형성된 인을 포함하고, 아연 황화물의 확산 장
벽층은 스트론튬 황화물 인으로 형성된 인이 이용되는, EL 라미네이트.

청구항 222.

스트론튬 황화물 합성 방법에 있어서,

고순도 스트론튬 탄산염 소스를 분산된 형태로 제공하는 단계와;

800내지 1200℃의 최대 온도범위까지 점차로 가열하여 반응기의 스트론튬 탄산염을 가열하는 단계와;

적어도 300℃ 까지 반응기의 유황을 가열하여 형성된 유황증기의 흐름으로 가열된 스트론튬 탄산염을 접촉시키는 단계
와;

반응 가스속의 유황 이산화물 또는 탄소 이산화물이 1내지 10원자 퍼센트의 범위에 있는 반응 제품에서 산소-포함의 
스트론튬 분말내 산소의 양으로 연관되는 양에 도달하는 시점에서 유황의 흐름을 중지하여 반응을 종료하는 단계로 이
루어지는, 스트론튬 황화물 합성방법.

청구항 223.

제222항에 있어서, 유황은 360내지 440 ℃의 온도범위에서 가열되는, 스트론튬 황화물 합성방법.

청구항 224.

제 222 또는 223항에 있어서, 스트론튬 탄산염의 반응 개시전에 가스 제품으로 분해하는 하나이상의 휘발성, 비-오염, 
깨끗이 증발하는 성분을 섞으므로서 부산된 형태로 스트론튬 탄산염이 제공되는, 스트론튬 황화물 합성방법.
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청구항 225.

제224항에 있어서, 휘발성 성분은 중량비율이 1:9내지 1:1의 범위에서 스트론튬 탄산염에 포함된 기본 유황과 암모늄 
탄산염으로 이루어지는 그룹에서 선택되는, 스트론튬 황화물 합성방법.

청구항 226.

제222 또는 225항에 있어서, 고순도 스트론튬 탄산염의 소스는 0.01내지 0.35몰%의 범위에서 세륨 소스와 도핑되는, 
스트론튬 황화물 합성방법.

청구항 227.

제96항에 있어서, 스트론튬 황화물 인을 합성하는 방법은,

고순도 스트론튬 탄산염 소스를 분산된 형태로 제공하는 단계와;

800내지 1200℃의 최대 온도범위까지 점차로 가열하여 반응기의 스트론튬 탄산염을 가열하는 단계와;

적어도 300℃ 까지 반응기의 유황을 가열하여 형성된 유황증기의 흐름으로 가열된 스트론튬 탄산염을 접촉시키는 단계
와;

반응 가스속의 유황 이산화물 또는 탄소 이산화물이 1내지 10원자 퍼센트의 범위에 있는 반응 제품에서 산소-포함의 
스트론튬 분말내 산소의 양으로 연관되는 양에 도달하는 시점에서 유황의 흐름을 중지하여 반응을 종료하는 단계로 이
루어지는, 스트론튬 황화물 인 합성방법.

청구항 228.

제227항에 있어서, 유황은 360내지 440 ℃의 온도범위에서 가열되는, 스트론튬 황화물 인 합성방법.

청구항 229.

제 227 또는 228항에 있어서, 스트론튬 탄산염의 반응 개시전에 가스 제품으로 분해하는 하나 이상의 휘발성, 비-오
염, 깨끗이 증발하는 성분을 섞으므로서 부산된 형태로 스트론튬 탄산염이 제공되는, 스트론튬 황화물 인 합성방법.

청구항 230.

제229항에 있어서, 휘발성 성분은 중량비율이 1:9내지 1:1의 범위에서 스트론튬 탄산염에 포함된 기본 유황과 암모늄 
탄산염으로 이루어지는 그룹에서 선택되는, 스트론튬 황화물 인 합성방법.

청구항 231.

제227 또는 230항에 있어서, 고순도 스트론튬 탄산염의 소스는 0.01내지 0.35몰%의 범위에서 세륨 소스와 도핑되는, 
스트론튬 황화물 인 합성방법.

청구항 232.

AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법에 있어서,

a) 적어도 제1 및 제2 인 각각이 다른 범위의 가시 스펙트럼에서 빛을 발하지만 그결합된 방사 스펙트라가 적,녹,청색 
광을 포함하는 적어도 제1 및 제2인을 선택하는 단계와;
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b) 적어도 적,녹,청 서브-픽셀 소자중의 하나를 형성하도록 한층의 제1 인을 증착하는 단계와;

c) 포토-레지스트를 제1 인에 인가하여, 포토-마스크를 통해 포토-레지스트를 노출하고, 제1인이 적,녹,청 서브-픽
셀 소자중 하나 이상으로 정의되는 영역에서 제1인을 제거하여 제1인 증착물을 남겨놓는 단계로서, 선택적으로 에칭 용
액을 갖는 제1인을 제거하기 전에 제1 인 층이 비-수성 유기 용매로 스며드는 단계와;

d)적,녹,청색 서브-픽셀 소자를 한정하는 영역과 제1 인 증착물상에 제2 인 물질을 증착하는 단계와;

e)인접하여 배열된 다수의 반복되는 제1 및 제2 인 증착물을 남기는 제1 인 증착물 위로부터 제2 인 물질과 레지스트
를 이륙에 의해 제거하여, 서로 관계를 반복하는 단계로 이루어지는, AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 
소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 233.

제232항에 있어서, 리프트-오프 단계는 비-수성, 현저히 극성, 아프로틱 솔벤트 용제를 이용하여 실행되는,AC 전자
발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 234.

제233항에 있어서, 적어도 인중의 하나는 알칼라인 지구 황화물 또는 셀레나이드 인이고, 에칭 용액은 메탄올의 미네랄 
산인,AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 235.

제234항에 있어서, 에칭 용액은 미네랄 산의 체적만큼 0.1 내지 10%의 양을 포함하는, AC 전자발광 디스플레이용 적,
녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 236.

제235항에 있어서, 미네랄 산은 HCI 또는 H 3 PO4또는 이러한 산의 혼합물인, AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서
브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 237.

제235 또는 236항에 있어서, 포토레지스트는 네가티브 레지스트인, AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 
소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 238.

제237항에 있어서, 포토레지스트는 폴리아이소프렌-기본의 포토레지스트인, AC 전자발광 디스플레이용 적,녹,청 서
브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 239.

제235, 237 또는 238항에 있어서, 이륙은 툴루엔에 메탄올의 혼합물로 수행되는것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디
스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 240.

제239항에 있어서, 메탄올은 체적당 5내지 20%의 양이 포함된, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서브-픽셀 소
자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.
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청구항 241.

제 235, 237, 238 또는 240항에 있어서, 인중 하나는 스트론튬 황화물 인인, AC 전자발광 디스플레이용 적, 녹, 청 서
브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

청구항 242.

제241항에 있어서, 제1인은 스트론튬 황화물 인이고, 제2 인은 아연 황화물인인 것을 특징으로 하는, AC 전자발광 디
스플레이용 적,녹,청 서브-픽셀 소자를 구비한 패턴된 인 구조 형성방법.

도면
도면 1

도면 2
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